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Halbleiterbauelemente

Typenverzeichnis

Typ Seite | Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
AEY29(R) 68| BBY31 46 | @ BCY 77 BDY 91 26 BFQ 32 36 | @ BGY 32 43
AEY 31 (A) 68 BBY 40 46 | @ bisBCY 79 12 BDY 92 26 BFQ 33 34 BGY 33 43
BCY 87 BFQ 34 34 BGY 35 43
BA 182 46 BC 107 bis BCY 89 12 BF 198 32 BFQ 42 38 | @ BGY 36 43
BA 220 48 bis BC 109 8 BF 199 32 BFQ 43 38 BGY 38 43
BA 221 44 | e BC 140 8 BD 131 20 BF 200 32 BFQ 51 36 BGY40A,B 43
BA 223 46 | @ BC 141 8 BD 132 20 BF 240 32 BFQ 52 36 BGY 41,A,B 43
BA 243 46 BC 146 8| eBD 135 BF 241 32 BFQ 53 34 BGY 43 43
BA 244 46 | @ BC 160 8 | e bisBD 140 20 | @ BF 245 4 BFQ 68 34 BGY 44 43
BA 280 46 | e BC 161 8 | e BD 201 o BF 246 4 BFR 29 4 BGY 50 43
BA 314 48 BC 177 e bisBD 204 20 BF 247 4 | @ BFR30 4 BGY 51 43
BA 315 48 bis BC 179 8 BD 226 e BF 256 4 |  BFR 31 4 BGY 51/01 43
BA 316 BC 200 8 bis BD 231 20 BF 324 32 BFR 49 34 BGY 52 43
bis BA 318 44 e BC 264 4 | o BD 233 BF 362 32 BFR 53 (R) 34 BGY 53 43
BA 379 46 e BC 327 8| ebisBD238 20 BF 363 32 BFR 63 34 BGY 53/01 43
e BA 482 46 e BC 328 8 BD 331 BF 370 32 BFR 64 34 BGY 54 43
e BA 483 46 | e BC 337 8 bisBD 338 20 BF 410 4 BFR 65 34 BGY 55 43
e BC 338 8 BD 433 BF 420 BFR 84 4 BGY 55/01 43
e BAS 11 44 | e BC 368 8 bisBD 438 20 bis BF 423 12 | @ BFR 90 34 BGY 56 43
BAS 16 44 | @ BC 369 8 | @ BD 643 BF 450 32 | e BFRO0A 34 BGY 57 43
BAS 17 48 BC 516 8 | e bisBD 652 20 BF 451 32 | @ BFR 91 34 BGY 58 43
BAS 19 BC 517 8 | @ BD 675 BF 457 e BFR91A 34 BGY 59 43
bis BAS 21 44 | e BC 546 e bis BD 684 20 bis BF 459 12 BFR 92 (R) 34 BGY 60 43
BAT 10 69 | e bisBC 550 8 BD 813 BF 469 BFR 93 (R) 34 BGY 75 43
BAT 11 69 | e BC 556 bis BD 818 22 bis BF 472 12 BFR 94 34
BAT 17 46 | e bisBC 560 8 BD 825 BF 480 32 BFR 95 34 BLV 10 38
BAT 18 46 | @ BC 635 bis BD 830 22 BF 494 32 | @ BFR 96 34 BLV 11 38
BAT 31 67 | @ bisBC 640 8 BD 839 BF 495 32 | e BFR96S 34 BLV 20 38
BAT39(A) 69 BC 807 (R) 8 bisBD 848 22 BF 496 32 BFS 17 (R) BLV 21 38
BAT 50 (R) 69 BC 808 (R) 8 BD 933 BF 510 bis BFS 20 (R) 32 BLV 30 38
BAT 51 (R) 69 BC 817 (R) 8 bis BD 942 22 bis BF 513 4 | @ BFS22A 38 BLV 31 38
BAT 52 (R) 69 BC 818 (R) 8 | @ BD 943 BF 536 32 | @ BFS23A 38 BLV 32F 38
BAT 59 69 BC 846 (R) e bisBD 956 22 BF 550 (R) 32 BFT 24 32 BLV 33 (F) 38
e BAV 10 44 bis BC 850 (R) 8 BF 569 32 BFT 25 (R) 32 BLW 29 38
e BAV 18 BC 856 (R) BDT 20 22 BF 579 32 BFT 46 4 BLW 31 38
e bisBAV21 44 bis BC 860 (R) 8 BDT 21 22 | @ BFB0BA 32 BFT92(R) 36 BLW 32
BAV 22 (R) 69 BDT 60 22 BF 622 12 BFT 93 (R) 36 bisBLW 34 38
e BAV 45 44 BCF 29 (R) 10 BDT 61 22 BF 623 12 | @« BFW 10 BLW 50F 38
BAV 46 68 BCF 30 (R) 10 BDT 62 24 BF 660 32 bis BFW 13 4 | e BLW6B0(C) 38
BAV 70 44 BCF 32 (R) 10 BDT 63 24 BF 767 32 | @ BFW 16A 34 BLW 64 38
BAV 75 68 BCF 33 (R) 10 | @ BDT 64 24 BF 857 e BFW17 A 34 BLW 75 38
BAV 96 69 BCF 70 (R) 10 | @ BDT 65 24 bis BF 859 12 BFW 30 34 BLW 76
BAV 97 68 BCF81(R) 10 | @ BDT 91 BF 869 e BFW 46 38 bisBLW78 38
BAV 99 44 BCV 71 (R) 10 | @ bisBDT 96 24 bis BF 872 12 | @ BFW 47 38 BLW 79
BAW 56 44 BCV 72 (R) 10 BDV 64 24 | e BF 926 32 BFW 61 4 bisBLW81 38
e BAW 62 44 BCW 29 (R) BDV 65 24 | @ BF936 32 | @ BFW 92 34 | e BLWS83 38
BAW 95 69 b.BCW 33 (R) 10 | @ BDV 66 24 BF 939 32 BFW 93 34 BLW 84 38
e BAX 12 44 | # BCW6G0(R) 10 | @ BDV 67 24 | e BF 960 4 | @ BFX 34 12 BLW 85 38
BAX 14 44 | @ BCW6B1(R) 10 BDV 91 e BF 964 4 BFX 65 12 BLW 86 38
BAX 18 44 BCW 69 (R) bisBDV96 24 | e BF 966 4 BFX 89 34 BLW 87 38
BAY 96 68 b.BCW 72 (R) 10 BDX 35 BF 967 32 BFY 67 14 BLW 89
BCW81(R) 10 bisBDX 37 24 | e BF970 32 BFY 68 14 bisBLW91 38
BB 105B,G 46 BCWB89(R) 10 | @ BDX 42 BF 979 32 | @ BFY Q0 34 BLW 95 40
BB 109G 46 | @ BCX 17 (R) e bisBDX 47 24 | e BF 980 4 BLW 96 40
e BB 112 46 | @ b.BCX 20(R) 10 BDX 62 26 | @ BF 981 4 BG 1895 53 BLW 98 40
BB 117 46 BCX 51 BDX 63 26 | @ BF 982 4 BG 1897 53 | @ BLX13(C) 40
BB 119 46 bisBCX56 10 BDX 64 26 i BG 1898 53 BLX 14 40
e BB 130 46 | @ BCX70(R) 10 BDX 65 26 BFQ 10 BG 2000 53 | @ BLX 15 40
BB204B,G 46 | @ BCX71(R) 10 BDX 66 26 bis BFQ 16 4 BG 2097 53 BLX 39 40
BB 212 46 BCY 56 10 BDX 67 26 | BFQ17 34 BLX 65
BB 304 46 | @ BCY 58 10 | @ BDX 77 26 BFQ 18A 34 BGX 11 bis BLX 68 40
e BB 405B,G 46 | @ BCY 59 10 | @ BDX 78 26 BFQ 19 34 bisBGX 15 66 BLX 69 A 40
BB 417 46 | @ BCY 65 10 BDX 91 BFQ 22 34 BGX 17 66 BLX91A
e BB 809 46 BCY 70 bisBDX96 26 BFQ 23 36 | @ BGY22(A) 43 bis BLX94 A 40
e BBO09A B 46 bis BCY 72 10 BDY 90 (A) 26 BFQ 24 36 BGY 23 (A) 43 BLX94C 40

e Vorzugstypen
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Halbleiterbauelemente

Typenverzeichnis (Fortsetzung)

Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
BLX 95 40 | @ BSV 81 6 BXY 53 BZV 38 48 | @ KTY 81 78 2N 2369 16
BLX 96 e BSW 65 bisBXY55 69 | @ BZV 46 48 KTY 83 78 | @ 2N 2369A 16
o bisBLX98 40 | e bisBSWG68 14 BXY 56 68 | @ BZV 85 49 2N 2405 16
BLY 53 A 40 | @ BSX 19 14 BXY 57 68 BZW 10 49 | @ LCD 79 | @ 2N 2646 19
e BLY 57 e BSX 20 14 BXY 60 67 BZW 86 50 2N 2647 19
e bisBLYBO 40 | e BSX 45 BZX 70 50 | e LDRO3 77 | @ 2N 2894 (A) 16
e BLYS7A,C 40 e bisBSX47 14 BY 164 52 | @ BZX 75 48 | @ LDR 05 77 2N 2904 (A) 16
e BLYBBA C 40 BSX 59 BY 179 52 BZX 78 49 | @ LDR 07 77 | @ 2N 2905(A) 16
e BLY89A C 40 bis BSX 61 14 BY 184 52 | @ BZX 79 49 2N 2906 (A) 16
e BLY 90 40 | @ BSX 62 BY 223 51 BZX 84 49 ORP 12 77 | @ 2N 2907 (A) 16
e BLYS1A C 40 e bisBSX64 14 BY 224 52 | @ BZX 90 ORP 13 77 | @ 2N 3019 16
e BLY92A C 40 BSY 51 BY 225 52 | @ bisBZX94 48 ORP 60 77 2N 3020 16
e BLY93A,C 40 bisBSY56 14 BY 228 51 BZX 91 50 ORP 61 77 2N 3055 28
e BLY 94 40 e BY 229 56 BZY 93 50 ORP 62 77 2N 3375 40
e BT 136 BY 256 52 ORP 69 77 | ® 2N 3439 16
e BPW 22 A 70 | @ bisBT 139 65 BY 257 52 CAY 10 68 2N 3440 16
BPW 44 76 | BT 149 54 BY 260 60 08B 60 | @ 2N 3553 38
e BPW 50 70 | @ BT 151 BY 261 60 CNX21(T) 74 OSM.... 60 2N 3632 40
e BPX 25 70 bis BT 155 62 BY 277 51 | @ CNX 35 74 O8S .. 60 | ® 2N 3700 16
BPX 29 70 BT 157 63 | BY448 51 | @ CNX 36 74 e 2N 3819 4
BPX61(P) 70 BY 458 51| CNX38 74 | @ PH 2369 14 2N 3820 4
BPX 71 70 BTV 24 61 BY 476 (A) 52 | CNX 48 74 2N 3822 4
BPX 72 70 BTV 58 63 BY 477 52 CNY 50 74 RPY 30 o 2N 3823 4
BPX95C 70 BTV 59 63 BY 478 52 | CNYe2 74 RPY 31 77 | ® 2N 3866 40
BTW 23 61 BY 509 52 CNY 63 74 RPY 35 77 2N 3903
BR 100/03 54 BTW 24 61 RPY 51 77 bis 2N 3906 16
BR 101 54 BTW 30 62 BYV 19 caL 10 76 | @ RPY58A,B 77 | @ 2N 3924 38
e BRX 44 BTW 31 62 bisBYV23 59 CcQrT 10 72 RPY 86 e 2N 3926 40
e bisBRX49 54 BTW 33 62 BYV 24 57 cQv 60 bisRPY89 77 | @ 2N 3927 40
e BRY39 19,54 | @ BTW34 64 | @ BYV 27 51 bisCQve2 72 RPY 93 77 | @ 2N 3963 16
e BRY 56 19 BTW 40 61 | @ BYV 28 51 CQW 10 RPY 96 77 2 N 3964 16
BRY 61 19 BTW 42 61 BYV 30 57 bisCQW 12 72 e 2N 4029 16
e BTW 43 64 | @ BYV 32 58 CQw 24 72 1N 3879 2N 4031 16
BSR12(R) 12 BTW 45 61 BYV 33 59 caw 51 72 bis 1N 3883 57 2N 4032 16
BSR13(R) 12 BTW 47 61 BYV 92 57 CQW 54 72 1N 3889 e 2N 4033 16
BSR14(R) 12 | e BTW58 63 | @ BYV 95 51 cax 10 bis 1N 3893 57 2N 4035 16
BSR15(R) 12 BTW 59 63 | @ BYV 96 51 bisCQX 12 72 1N 3899 e 2N 4036 16
BSR16(R) 12 BTW 92 61 | @ BYW 19 56 CQax 24 72 bis 1N 3903 57 2N 4220
BSR17(R) 12 | @ BTX 94 64 BYW 25 57 CcQax 51 72 1N 3909 bis 2N 4222 4
BSR 30 e BYW 29 CQX 54 bis 1N 3913 57 2N 4340 6
bis BSR 33 12 BU 426 (A) 26 | ® bisBYW31 58 bisCQX58 72 | e 1N4148 44 | @ 2N 4391
BSR 40 BUS08(A) 26 | @ BYW 54 CQx 62 76 | @ 1N 4150 44 | @ bis2N 4393 6
bisBSR43 12 BU 826 26 | @ bisBYW56 51 Ccaxe3 76 | @ 1N 4151 44 2N 4406 16
e BSR 50 BUS11(A) 26 | e BYW92 CQax 64 e 1N 4154 44 2N 4407 16
e bisBSR52 12 BUS12(A) 26 | @ bisBYW94 58 bisCQX 68 72 1N 4446 44 2N 4416 6
e BSR 56 BUS13(A) 26 | e BYW95 51 Cax 74 e 1N 4448 44 | @ 2N 4427 40
e bis BSR 58 6 eBUS14(A) 26 | e BYW96 51 bisCQX 78 72 1N 4885 68 2N 4856
e BSR 60 e BUT11(A) 26 BYX 25 55 | @ CQY24B 72 | @ 1N 5060 bis2N 4861 6
e bisBSR62 12 BUW 11 (A) 26 BYX 30 57 cQy49cC 74 | @ bis 1N 5062 51 2N 4870 19
BSS 38 14 | @ BUW12(A) 28 BYX 38 55 caQy 52 74 1N 5152 68 2N 5116 6
BSS 44 14 | @ BUW13(A) 28 BYX 39 55 | @ CQY 54 72 1N 5153 68 2N 5400 16
BSS 46 14 | @ BUX 80 BYX 42 55 | @ CQY58A 74 1N 5155 68 | ® 2N 5401 16
® BSS 50 e bisBUX87 28 BYX 49 56 | @ CQY 89A 74 1N 5157 68 2N 5415 16
e bisBSS52 14 | @ BUZ 10 30 BYX 50 57 | @ CQY 94 72 ® 2N 5416 16
e BSS 60 e BUZ 20 30 BYX 56 55 | @ CQY 95 72 2N 881 54 2N 5460
e bisBSS62 14 BUZ 23 30 | @ BYX 71 56 | @ CQY 96 72 2N 1613 14 bis2N 5462 6
BSS63(R) 14 | @ BUZ 30 30 BYX 72 56 | @ CQY 97 72 2N 1711 14 | @ 2N 5551 16
BSS64(R) 14 BUZ 33 30 BYX90 52,60 2N 1893 14 2N 6027 19
BSS 68 14 | @ BUZ 41 30 BYX 91 60 CXY 10 68 2N 2102 14 2N 6028 19
BSV 15 BUZ 44 30 BYX 96 CXY 11 67 2N 2218(A) 14
e bisBSV17 14 | @ BUZ 80 30 bisBYX99 55 CXY 12 68 | @ 2N 2219(A) 14 618V 77
e BSV52(R) 14 BUZ 83 30 CXY 14 67 2N 2221 (A) 16 62 SV 77
BSV 68 14 e BZV 10 CXY 19 67 | ® 2N 2222(A) 16
e BSV 78 BXY 50 e bisBZV 14 48 CXY 21 67 2N 2329 54 7634 77
e bis BSV 80 6 bisBXY 52 67 BZV 15 50 2N 2368 16
@ Vorzugstypen
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Feldeffekt-Transistoren
Feldeffekt-Transistoren fuir Verstarkeranwendungen

—

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung *+Ups Ugs Ip (lg) Piot Uk iy
\ \' mA mw °C
ggggig N-Kanal-S hicht-Feldeffekt
-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt- _
BC 264C Transistoren fiir rauscharme NF-Verstarker 30 30 (10 300 150
BC 264D
BF 245 A : .
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren o
BF 2458 fur Gleichstrom-, NF- u. HF-Verstéarker 30 30 25(10) [300] 150
BF 245C
BF 246 A
BF 246 B
BF 246 C
25 -25 (10) [300] 150
g:: gﬁ; S N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
BF 247 C Transistoren fiir HF-Anwendungen ‘
BF 256 A
BF 256 B 30 -30 (10) [300] 150
BF 256 C
gE 4133 R h N-Kanal-S hicht
a1 auscharme N-Kanal-Sperrschicht-
BF 410C Feldeffekt-Transistoren fiir HF-Anwendungen 20 30(10) [300) 150
BF 410D
gl': g}? Rauscharme N-Kanal-Sperrschicht-
BF 512 Feldeffekt-Transistoren fur HF-Anwendungen 20 30 (10) (300) 175
BF 513 in Schichtschaltungen
BF 960 20 20 (10) [225] 150
BF 966 Rauscharme N-Kanal- fiir UHF-Anwendungen 20 30(10) -200- 150
BF 980 MOS-Feldeffekt- 18 30 (10) [225] 150
Transistor-Tetroden
BF 964 mit integrierten 20 20 (10) -200 - 150
BF 981 Schutzdioden fiir VHF-Anwendungen 20 20(10) [225) 150
BF 982 20 40 (10) [225] 150
BFQ 10
gigo 16 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt- 80 =0 80410 2801 240 ‘
Doppel-Transistoren fiir Differenzverstarker
U 402 50 =50 (10) [500] 200
BFR 29 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor 30 *+10 20 200 125
BFR 30 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren B
BFR 31 fiir Schichtschaltungen % 25 1048 [250] L
BFR 84 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor-Tetrode 25 +6 50 300 175
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor _
BFT 46 fir Schichtschaltungen 25 25 100 [250] 175
BFW 10 _
BFW 11 30 30 20 (10) 300 200
N-Kanal- hicht-Fel - i
BFW 12 anal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 30 -30 10(5) - 150 - 200
BFW 13
BFW 61 25 25 20(10) 300 200
2N 3819 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 25 -25 (10) 360 150
2N 3820 P-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 20 20 (10) 200 125
2N 3822 ) 50 -50 (10) 300 175 ‘
2N 3823 30 -30 (10) 300 200
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren
2N 4220
2N 4221 30 =30 15 300 175
2N 4222
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Kennwerte
Ipss bei Ups -Up bei Ups und Ip Vo1 ¢ Vp und F bei f MaBbild
mA v v Vv uA mS dB dB MHz (S.6/7)
1 = L} > 1
- 15 >0,5 15 0,01 235 <2 1 kHz 1
7 - 12 >4,0
2 -65
6 - 15 15 0,5- 8 15 0,01 >3 1,5 100 1
12 - 25
30 - 80
60 -140 15 2
110 -250
0,6-14,5 15 001 17
30 - 80
60 -140 15 1
; 110 -250
3 - 7
6 - 13 15 0,5- 7,5 15 200 5 11 75 800 1
11 - 18
07- 3 08 >2,5
25- 7 1,5 >4
% 10 25 10 10 e 15 100 1
10 - 18 30 >7
g.g- :73 08 >2,5
5- 1,5 >4
g 10 25 10 10 e 15 100 3
10 - 18 30 >7
2 - 20 10 <97 10 20 12 16,5 28 800
2 - 20 15 <25 15 20 17 18 2.8 800
<13 10 20 21 28 800
5
2 - 20 15 <25 15 20 17 25 1,5 200
4 - 25 10 <25 10 20 14 26 1.0 200
<13 10 20 25 1.2 200
5mV
03- 10 15 0,5-3 15 0,001 >1 Al ge= bi
. 50 mV 6
05~ 10 10 0,5-2,5 15 0,001 >2 Algss  10mV
10 - 40 15 <4 15 01 >6 <5 200 7
4 - 10 <5 1 -4
1-5 10 <25 10 10,0005 1,5-4,5 4
20 - 65 10 1,5-38 10 10 15 <3 200 8
02- 15 10 <1,2 10 0,0005 >1 4
8 - 20 <8 >3,5
1 =10 15 6 15 0,0005 230 <25 100 .
1 -5 <2,5 >2
02- 15 1% <12 15 0,005 >1
- 20 15 <8 15 0,002 >2
2 - 20 15 <8 15 0,002 >2
10
03- 15 -10 <8 -10 0,01 >08
. 2 - 10 15 <6 15 0,0005 >3,0 <5 10 Hz
_ 9
4 - 20 15 <8 15 0,0005 >3,5 <25 100
05- 3 <4 25
2 - 6 15 <6 15 0,0001 35 11
5 - 15 <8 45
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Feldeffekt-Transistoren

Feldeffekt-Transistoren fiir Verstarkeranwendungen
e R R S R e e L e B YR A |

Absolute Grenzwerte

Typ Art, Anwendung +Ups Ugs Ip (Ig) Piot il 1y

v \ mA mw L
2N 4340 50 -50 (50) 300 175

N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren

2N 4416 | 30 -30 (10) 300 200
2N 5460 ]
2N5461 | Panal-Sperrschicht-Feldefekt-Transistoren ! 40 40 (10) 310 150
2N 5462 |

Feldeffekt-Transistoren fiir Schalteranwendungen

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung *Ups Ugs Ip (Ig) Ptot i iy
vV A mA mw 26
BSR 56 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren
BSR 57 fur Schalteranwendungen und MeBzerhacker, 40 -40 (50) [250] 175
BSR 58 flir Schichtschaltungen
BSV 78 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
BSV 79 Transistoren fir Schalteranwendungen 40 -40 (50) 350 175
BSV 80 und MeBzerhacker
N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor
BSV 81 (Verarmungstyp) flir MeBzerhacker 30 +10 50 200 125
2N 4391 .
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt- _
2N 4392 Transistoren fiir Schalteranwendungen 40 40 (50) 11800/ 200
2N 4393
2N 4856
2N 4857 40 -40 (50) 360 200 ‘
2N 4858 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
Transistoren fiir Schalteranwendungen
2N 4859 und MeBzerhacker
2N 4860 30 -30 (50) 360 200
2N 4861
P-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor
2N 5116 fir Schalteranwendungen und MeBzerhacker 30 30 (50) 500 200
MaBbild 1 MaBbild 2 MaBbild 3  MaBbild 5 MaBbild 6 Ll
SOT - 54 SOT - 54 SOT - 23 soT
GSD
{3 ey [
max ,,[ R ? :
T s sl
‘—-l.lm :f i ;
- 043max
52 © O wzrrnaoem
max . . .. '
T F
] (o ke
Py i ;
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—

Kennwerte
Ibss  bei Ups -Up  bei Ups und Ip Vo1 of V, und F  bei f MaBbild
mA \ % Vv uA mS dB dB MHz
12- 36 15 <3 15 0,1 >1,3 <1 1 kHz 12
5 -15 15 <6 15 0,001 >4,5 <2 100 9
1 -5 <6 >1
2 -9 -15 <75 -15 1 >1.5 <25 100 Hz 18
4 -16 <9 >2

Kennwerte
lbss  bei Ups -Up bei Ups und Ip tein taus bei Ip 108 ein DS aus MaBbild
mA v V v uh ns ns mA Q GQ
=60 4 -10 <10 < 25 20 < 25
>20 15 2 =6 15 0,0005 <10 <50 10 < 40 4
> 8 08 - 4 <20 <100 5 < 60
=50 3,75-11 <10 < 10 20 < 25
>20 15 2 -7 15 0,001 <15 <15 10 < 40 12
>10 i -5 <15 < 25 5 < 60
20 14 <4 10 0.1 < 50 >10 7
50-150 4 -10 <15 < 20 12 < 30
25- 75 20 2 g 20 0,001 <15 < 35 6 < 60 12
5- 30 05 -3 <15 < 50 3 <100
>50 4 -10 <10 < 25 20 < 25
. 20-100 15 2 -6 15 0,0005 <10 < 50 10 < 40
8- 80 08 - 4 <20 <100 5 < 60
12
>60 4 -10 <10 < 25 20 < 25
20-100 15 2 =6 15 0,0005 <10 < 50 10 < 40
8- 80 08 - 4 <20 <100 5 < 60
5- 25 15 1 -4 15 0,001 <40 < 60 3 <150 14
|
éHthlh:ls : ~ MaBbild 10 MaBbild 11 MaBbild 12 - MaBbild 13 MaBbild 14
' JEDEC TO - 72 JEDECTO - 92 JEDECTO - 72 JEDEGTO - 18 JEDEC TO -92 JEDECTO - 18
'DIN1BA4 DIN18A 4 DIN18A3 DIN18A3
:  soe & ; 3
sco TR
| ol
'3 B max =
b s : J
_ l_“""“ (] i
52
- ' lllﬂl_
G {4500 : i : 1
. b - .-_—_— } [| min
127 R L 12 P
. % 1l = e
o sas - g Rl e

. _.. - 0048
. max -
. DerAnschiuB S, B ist mit dem Der ansehlus ] Iat mit dem

' Metallgehduse verbunden

Metallgehéuse verbunden

-

Der AnschluB s ist mit dem Das Gate G ist mit dem
Metallgehéuse verbunden. Metallgehéuse verbunden

~ Das Gate G ist mit dem
Metallgehduse verbunden
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Transistoren kleiner und mittlerer Leistung
fur Verstarker- und Schalteranwendungen

—

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo  Uceo lc av lem Piot iy
V- " mA mA mw °C
BC 107 cp i ; 50 45
NPN-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren
Be 109 4 | firNF-Vor-und Treiberstufen 20 20 100 200 300 175
BC 140 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 80 40
BC 141 fur Verstérker- und Schalteranwendungen 100 60 1000 1000 <8700> 175
BC 146 NPN-Planar-Epitaxial-Transistor fiir Horgerate 20 20 50 50 (50) 125
BC 160 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 40 40
BC 161 fiir Verstarker- und Schalteranwedungen 60 60 1000 1000 <3700> 175
BC 177 — ; 50 45
PNP-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren
o ];31] fiir NF-Vor- und Treiberstufen gg 2 100 200 S00 175
BC 200 PNP-Planar-Epitaxial-Transistor fiir Horgerate 20 20 50 50 (50) 125
BC 327 PNP- 45
i Planar-Epitaxial-Transistoren 28
BC 337 fir Treiber- und Endstufen 45 500 1000 625 150
BC 338 NPN- 25
i NN Planar-Epitaxial-Transistoren
BC 369 pNp-  fur Endstufen kleiner Leistung 20 1000 2000 800 150
BC 516 PNP-
Planar-Epitaxial-Darlington-
BC 517 NPN- Transistoren fiir Verstéker i e 4 L 120
BC 546 80 65
BC 547 50 45
BC 548 NPN- 30 30
BC 549 :) 30 30
BG3901) __ Planar-Epitaxial-Transistoren &0 i 100 200 500 150
BC 556 fir NF-Vor- und Treiberstufen 80 65
BC 557 50 45
BC 558 PNP- 30 30
BC 559 ) 30 30
BC 560 ) 50 45
BC 635 45 45
BC 637 NPN- 60 60
BG 990 Planar-Epitaxial-Transistoren 100 8
BC 636 fiir NF-Treiberstufen 45 45 1000 1500 800 150
BC 638 PNP- 60 60
BC 640 100 80
BC 807 (R) PNP- 45
BC 808 (R) Planar-Epitaxial-Transistoren 25
fiir Treiber- und Endstufen 500 1000 (310) 150

BC 817 (R) [ \pn- inSchichtschaltungen 45
BC 818 (R) 25
BC 846 (R) 80 65
BC 847 (R) 50 45
BC 848 (R) | NPN- 30 30
BC aascn): 30 30
BC 850(R)") Planar-Epitaxial-Transistoren 50 45

—— fiir NF-Vor- und Treiberstufen 100 200 [200] 150
BC 856 (R) in Schichtschaltungen 80 65
BC 857 (R) 50 45
BC 858 (R)1 PNP- 30 30
BC 859(R) ) 30 30
BC 860(R)") 50 45

1) rauscharme Vorstufen-Transistoren
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Kennwerte bei i, = 25°C
B(3) bei I lcso bei  Ucg Ucesat bei Ic r Gehduse | MaBbild
mA s v v mA MHz (S-18)
110-450
110-800 2 < 15(150°C) 20 0,25 10 300 TO-18 21
200-800
<100 (150°C) 40 =
40-250 100 <100 (150°C) 60 0,6 1000 >50 TO-39 22
80-550 02 0,18 2 150 SOT-42 23
<100 (150°C) 40 .
40-250 100 <100 (150°C) 60 0,6 1000 >50 TO-39 22
(75-260)
(75-500) 2 < 10(150°C) 20 <06 10 150 TO-18 21
. (125-500)
50-400 02 | < 01 20 0.2 2 90 SOT-42 23
100
100-600 100 < 5(150°C) 20 <07 500 SOT-54 24
200
85-375 500 < 10 25 <05 1000 65 SOT-54 25
>30 000 20 < 01 30 <1,0 100 220 SOT-54 24
110-450
110-800
110—800 2 <0,25 10 300
200-800
200-800
< 0015 30 SOT-54 24
75-250
75-475
75-475 2 <03 10 150
. 125-475
125-475
40-250
40-160 150 130
40-160
< 01 30 <05 500 SOT-54 25
40-250
40-160 150 50
40-160
100
100-600 100 < 5(150°C) 20 <0,7 500 SOT-23 26 (27)
200
110-450
110-800
110-800 2 <0,25 10 300
200-800
200-800
< 0015 30 SOT-23 | 26(27)
75-475
75-475
75-800 2 <03 10 150
125-800
. 125-800
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Transistoren kleiner und mittlerer Leistung
fir Verstarker- und Schalteranwendungen

—

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ueso  Ucko Ic av lewm Piot ity
\ \' mA mA mwW °C
BCF 29 (R)
BCF30(R) | PNP-
30 20
BCF32(R) | npn-
BCF 33 (R) Rauscharme Planar-Epitaxial-
NF-Vorstufen-Transistoren 100 200 350 175
BCF 70 (R) PNP-  fiir Schichtschaltungen
— pa— - 50 45
BCF 81 (R) NPN-
BCV 71 (R) 2
BCV 72 (R) NPN 80 60 100 200 350 175
BCW 29 (R) .
BCW30(R) | "\P ‘
32 32 100 200 350 175
BCW 31 (R)
BCW 32 (R) | NPN-
BCW 33 (R)
BCW 60 A(R)
BCW 60 B(R) NPN-
BCW 60 C(R)
BCW 60D(R)
Planar-Eptiaxial-Transistoren fur 32" 32 200 200 -150- 150
BCW 61 A(R) Verstirker- und Schalteranwendungen
BCW61B(R) | py\p. inSchichtschaltungen
BCW 61 C(R)
BCW 61 D(R)
BCW 69 (R) _
Bcw7o(r) | NP
UV SE— 50 45 100 200 350 175
BCW 71 (R)
BCW 72 (R) NPN-
BCW 81 (R)
BCW 89 (R) PNP- 80 60 100 200 350 175
| BCX17(R) | one. 50 45
Bcx18(R) | PNP 30") 25
500 1000 425 175 ‘
BCX19(R) | npn- 50') 45
BCX 20 (R) 30" 25
BCX 51 45 45
BCX 52 PNP- 60 60
BCX 53 Planar-Epitaxial-Transistoren 100 80
fiir Verstarkeranwendungen 1000 1500 1000 150
BCX 54 in Schichtschaltungen 45 45
BCX 55 NPN- 60 60
BCX 56 100 80
=R
70H(R) ’
BCX 70J(R) | NPN
BCX 70 K(R) Planar-Epitaxial-Transistoren fiir
Verstarker- und Schalteranwendungen 45") 45 200 200 -150- 150
BCX 71 G(R) in Schichtschaltungen
BCX 71HR) | pnp-
BCX 71 J(R)
BCX 71 K(R)
BCY 56 NPN-Planar-Epitaxial-Transistor f. NF- u. MeBverst. 45 45 100 200 300 175
| BCY 58 32 3
BCY 59 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren _ 45 45 L L
——— fiir Verstérker und Schalter
BCY 65 60" 60 200 200 <1000> 200 (
BCY 70 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren "~ 50 40
BCY 71 fir NF- und MeBverstarker 45 45 200 200 350 200
BCY 72 und Schalteranwendungen 25 25
") Uces
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Kennwerte bei #;=25°C
B bei fe | teao bei  Ucs Ucesat bei Ic fr Gehause | MaBbild
mA uA v Y mA MHz (5.18)
120-260
e 2 0,08 10 150
200-450
420-800 2 0,12 10 300
<0,1 20 SOT-23 | 26(27)
215-500 2 0,08 10 150
420-800 2 0,12 10 300
110-220
e 2 <01 20 0,12 10 300
120-260
. boiog 2 0,08 10 150 SOT-23 | 26(27)
<0,1 20
110-220
200-450 2 0,12 10 300
420-800
120-200
180-310
250-460 2 250
380-630 |
| 0,12 10 SOT-23 | 26(27)
120-220
180-310
250-460 2 180
380-630
120-260
S 2 0,08 10 150
<0,1 20
110-220
200-450 2 0,12 10 300 SOT-23 | 26(27)
420-800
120-260 2 <0,1 20 0,08 10 150
100
. 100-600 100 <0,1 20 <0,62 500 SOT-23 | 26(27)
200
40-250
40-160 150 50
40-160
<0,1 30 <05 500 SoT-89 | 28
40-250
40-160 150 130
40-160
180-31
250-460 2 250
380-630
0,12 10 SOT-23 | 26(27)
120-220
180-310
250-460 - 180
380-630
100-450 2 <0,1 20 <0,08 10 250 TO-18 21
120-630 2 <01 10 280
TO-18 | 21
120-460 2 <07 50 250
> 50 <0,01 40
>100 10 <005 40 <025 10 >200 TO-18 | 21
S 50 <005 20




Transistoren kleiner und mittlerer Leistung
flir Verstarker- und Schalteranwendungen

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo Uceo le av lem Prot iy
V- \ mA mA mwW °C
BCY 77 60") 60
PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 200 200 <1000> 200
BCY 78 fiir Verstérker und Schalter 32 32
BCY 79 45 45
BCY 87 :
NPN-Planar-Doppeltransistoren
BCY 88 fiir rauscharme Differenzverstérker 45 40 2x30 2x30 2x150 175
BCY 89
BF 420 NPN-
BF 421 PNP- N . 300 300%
Planar-Epitaxial-Transistoren 25 100 830 150
BF 422 NPN- fiur Video-B-Endstufen 250 250
BF 423 PNP- '
BF 457 P ; Y 160 160
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fiir Video-
BF 458 ; 250 250 100 300 >6W< 150
BF 459 Endstufen, NF-Endstufen und Treiberstufen 300 300
BF 469 NPN-
BF 470 PNP- - . %0 20
Planar-Epitaxial-Transistoren 50 100 1.8W 150
BF 471 NpN-  flrVideo-B-Endstufen 300 3009 (114°C)
BF 472 PNP-
BF 622 NPN- Planar-Epitaxial-Transistoren
BF 623 PNP- fiir Video-B-Endstufen in Schichtschaltungen 250 250 20 100 1000 150
BF 857 s ; G 160 160
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fiir Video-
BF 858 . 250 250 100 300 o6We 150
BF 859 Endstufen, NF-Endstufen und Treiberstufen 300 300
BF 869 NPN-
BF 870 PNP- . , 250 250
Planar-Epitaxial-Transistoren 50 100 16W 150
BF 871 NPN- furVideo-B-Endstufen 300 '
BF 872 PNP- 300
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
BFX 34 fir Verstérker und Schalter 120 60 2000 5000 ISWI 200
PNP-Planar-Epitaxial-Transistor
BFX 65 fir rauscharme NF-Vorstufen 45 45 50 50 11200/ 200 ‘
PNP-Planar-Epitaxial-Schalttransistor -
BSR12(R) | i Schichtschaltungen L 18 100 0 20 A8
BSR 13 (R) X 60 30 800 800
BSR 14 (R) | NPN 75 40
SR 15 ) = 425 175
BSR 16 (R) | PNP- 60 o0 600 600
BSR17(R) | NPN- Planar-Epitaxial-Transistoren 60 40 200 200 350 175
BSR 30 fur Verstérker und Schalter
in Schichtschaltungen 70 60
BSR 31 PNP-
BSR 32
BSR 33 90 80
1000 1000 1w 150
BSR 40 70 60
BRS 41 NPN-
BSR 42
BSR 43 90 80
BSR 50 60 45
BSR 51 NPN- : 80 60
BSR 52 Planar-Darlington-Transistoren 100 80 ‘
fiir Schalteranwendungen 1000 2000 800 150
BSR 60 60 45
BSR 61 PNP- 80 60
BSR 62 100 80

YUces AUcerbeiRge=27ke
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Kennwerte bei iy = 25°C
B bei g - bei Ugg Ucceat bei Ic | fr Gehause | MaBbild
mA uA v v mA | MHz (S.18)
120-460 2 <0,8 50
PP — - = 180 TO-18 21
120460 2 <0,12 10
>100 0,05 | <0,005 20
>100 005 | <0,02 20 > 50 TO-71 29
>100 10 <0,01 20
> 50 25 <0,01 200 <20%) 25 > 60 SOT-54 25
' 100 .
' > 26 30 <0,05 200 <159 50 90 TO-126 30
250
> 50 25 <0,01 200 <209 25 > 60 TO-126 30
> 50 25 <0,01 200 <209 25 > 60 SOT-89 28
) 100
> 26 30 <0,1 200 <159 50 90 TO-202 31
250
> 50 25 <01 200 <209 25 > 60 TO-202 31
130 1000 <1,0 5000 100 TO-39 22
’ 200 0,1 <0,25 10 TO-18 21
> 30 10 <0,05 10 <0,13 10 >1500 SOT-23 | 26(27)
<0,03 50 <0,4 150 >250
<0,01 60 <03 >300
100-300 150 S SOT-23 | 26(27)
2001 50 <0,4 150 ‘ >200
100-300 10 <0,2 10 ‘ >300 SOT-23 | 26(27)
40-120
100-300
40-120
100-300
100 | <01 60 <0,5 500 | >100 SOT-89 28
40-120
100-300
100-300
45
<0,05 60
80 .
. >2000 500 p= <1,3 500 | 350 SOT-54 25
<0,05 60
80

3) HF-Kollektor-Emitter-Restspannung bei #; = 150°C
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Transistoren kleiner und mittlerer Leistung
fur Verstarker- und Schalteranwendungen

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo Ic av lem Piot 0y
v Vv mA mA mw °C
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor zur Steuerung
BSS 38 von Ziffern- und Zeichen-Anzeigerdhren 120 100 100 250 200 150
gg :g PNP-Planar-Epitaxial-Schalttransistoren gg gg 5A 5A 15 W/ 200
BSS 50 60 45
BSS 51 NPN- 80 60
BSS 52 Planar-Darlington-Transistoren 1% &
BSS 60 fiir Schalteranwendungen 60 45 1000 2000  /5WI 200
BSS 61 PNP- 80 60
BSS 62 100 80
s i i Planar-Epitaxial-Schalttransistoren L 0 19 159 o 132
BSS 64 (R) NPN-  fur Schichtschaltungen 120 80 100 250 350 175
PNP-Planar-Epitaxial-Transistor zur Steuerung
BSS 68 von Ziffern- und Zeichen-Anzeigerohren 110 100 100 100 500 150
BSV 15 _— : 40" 40 B
PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 1
gg };’ filir Verstarker und Schalter gg% gg 1000 1000 B W 200
NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor B
BSV52(R) fiir Schichtschaltungen 20 12 b 200 250 175
PNP-Planar-Epitaxial-Transistor zur Steuerung
BSV 68 von Ziffernanzeigerdhren 110 100 100 100 250 180
BSW 65 NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor 80 80 1000 2000 /5WI 200
BSW 66 o . 100 100 R
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
gg g; zum Schalten induktiver Lasten %g '1%8 1000 2000 ISWI 200
BSX 19 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fir
BSX 20 sehr schnelle logische Schaltungen 40 15 500 360 200
BSX 45 o s ; 80") 40
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 1
BSX 46 fiir Verstarker und Schalter 1001) 60 L 1000 {aW 200
BSX 47 120" 80
BSX 59 g ; - 45
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fiir
gg§ g? Treiberstufen in Magnetkernspeichern 70 ig 1000 1000 e 200
BSX 62 _ . 60") 40
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 1
g§ gg fiir NF-Endstufen und Schalter 1381; gg 8000 8000 oW &0
BSY 51 60 25 500 500
BSY 52 60 25 500 500
BSY 53 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 75 30 750 750 13W/ 200
BSY 54 fur Verstarker und Schalter Tie] 30 750 750
BSY 55 120 80 500 500
BSY 56 120 80 500 500
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
PH 2369 fur sehr schnelle logische Schaltungen 40 15 500 500 150
NI EEE gg} 75 30 500 1000 /3W/ 200
NPN-Planar-Transistoren
2N 1893 fiir Verstarker und Schalter 120 80 800 600 13W/ 200
2N 2102 120 65 1000 1000 15 W/ 200
B | v e 3
1 -Planar-Epitaxial-Transistoren 75 40
2N 2219 fiir Verstérker und Schalter 60 30 800 €00 1w 176
2N 2219A 75 40
") Uces
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Kennwerte bei # = 25°C
B bei "C leg o bei Ucs UcE sat bei Ic fr Gehéduse | MaBbild
mA uA v A mA MHz (S.18)
> 20 4 | <02 90 <07 4 > 60 SOT-54 24
> 40 <1,0 .
g - 2A | <05 60 b2 5A > 70 TO-39 22
45
<0,05 60
80
>2000 500 - <13 500 350 TO-39 22
<0,05 60
80
' > 30 25 <0,1 <025 25 > 50
SoT-23 | 26(27)
55 20 <0,1 90 <02 50 > 60
> 30 25 | <10(70°C) 100 <025 25 > 50 SOT-54 24
40-250 <0,1 40
40-250 100 | <01 60 <1,0 500 > 50 TO-39 22
40-160 <0139 80
> 40 10 | <01 10 <025 10 >400 SOT-23 | 26(27)
> 30 25 | <10(70°C) 100 <025 25 95 TO-18 21
> 30 500 <0,1 40 <04 500 80
TO-39 22
50 <04
> 30 500 | <0,1 60 <04 500 80
75 <05
20~ 60 >400
e 10 | <04 20 <03 10 et TO-18 21
40-250 <0,03 60 <1,0 1000
' 40-250 100 | <0,03 60 <10 1000 > 50 TO-39 22
40-160 <003 80 <09 500
<05
> 30 500 | <05 40 <05 500 >250 TO-39 22
<07
63-250 40
63-250 1000 | <0,13) 60 <07 1000 > 30 TO-39 22
63-160 80
40-120 <0,1 30 <08 100
o A 2
e 01 <06 '
100-300 180 | 2601 60 <06 150 145 T0-39 | 22
40-120 <001 90 <06 100
100-300 <001 90 <06 145
40-150 10 | <04 20 <03 10 >400 SOT-54 24
40-120 > 60
10500 150 | <0,01 60 <15 150 = 0
TO-39 22
40-120 150 | <0,01 90 <50 150 > 50
' 40-120 150 | <0,002 <05 150 >120
i AE
! _ >25 e
100-360 150 | <0,01 £ 20 150 i TO-39 22
100-300 60 <03 >300
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Transistoren kleiner und mittlerer Leistung
fur Verstarker- und Schalteranwendungen

—

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo lc av lem Piot i
\ \" mA mA mw °C
2N 2221 60 30
2N 2221 A NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 75 40
2N 2222 fiir Verstérker und Schalter 60 30 800 800 /1.8W 175
2N 2222A 75 40
2N 2368 (BSX 19) NPN-Planar-Epitaxi :
2 -Epitaxial-Transistoren
2N 2369 (BSX 20) fur sehr schnelle logische Schaltungen 40 15 500 360 200
2N 2369 A
NPN—PIanar—-'I_'r;sistor L
2N 2405 fir Verstarker und Schalter 120 90 1000 1000 15 W/ 200
2N 2894 PNP-Schalttransistoren 12 12 200 200 360 200
2N 2894 A
2: 2904 60 40
2N 2904 A 60 60
2 N 2905 60 40 600 600 13W/ 200
2_ .'_q_2_9_05A PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren % 50 B
2 N 2906 fur Verstarker und Schalter 60 40
2N 2906 A 60 60
2 N 2907 60 40 600 600 /1.8 W/ 200
2N 2907 A 60 60
2N 3019 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
2N 3020 fur Verstarker und Schalter 140 80 1000 1000 15wi 200
2 N 3439 NPN-Transistoren 450 350
2 N 3440 fiir Verstérker und Schalter 300 asg 1000 1000 0w/ 200
NPN- PIanar-Epitax-iaI- - L
2N 3700 Verstirker-Transistor 140 80 1000 1000 1,8 W/ 200
2N 3903 NPN-Transistoren P o .
2N 3904 fur Verstarker und Schalter 60 40 200 200 /1w 150
2N 3905 PNP-Transistoren -
2 N 3906 fur Verstarker und Schalter 40 40 200 200 nwi 150
2N Soes NPN-Planar-NF-Transistoren 8 - 200 200 360 200
2N 4029 80 80 1000 1000 12 W/ 200
2N 4031 80 80
2N 4032 60 60 1000 1000 14 W/ 200
I 2N 4033 - PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren B0 5 ——
2N 4035 fur Verstarker und Schalter 40 40 100 100 11 W/ 200
2N 4036 [ 90 65 1000 1000 /7W/ 200
2N 4406 PNP-Transistoren — | = .
2N 4407 fiir Verstarker und Schalter 80 80 2000 2000  /&75W/ 200
2N 5400 . . 130 120
2N 5401 PNP-Transistoren 160 150 600 600 11 W/ 150
2N 5415 PN P—_Tgnsistoren o 200 200 .
2N 5416 fiir Verstarker und Schalter 350 app 1000 1000 /AIOW/ 200
2N 5551 NPN-Transistor 180 160 600 600 11 W/ 150




Kennwerte bei ;= 25°C
B bei le léso bei  Ucs Uck sat bei I fr Gehéduse | MaBbild
mA uA Vv Vv mA MHz (S.18)
40-120 50 <04 >250
40-120 60 <03 S250 ~
N 150 <0,01 o B 150 S e To-18 | 21
100-300 60 <03 >300
20~ 60 <03 >400
40-120 10 <04 20 <03 10 >500 TO-18 | 21
40-120 <02 >500
60-200 150 <0,01 90 <05 150 >120 TO-39 | 22
40-150 10 <02 >400 -
o 30 <10 (125°C) S 016 e To-18 | 21
' 40-120 <8'82
40-120 <0.01 ~
P 150 oo 50 <04 150 >200 TO-39 | 22
100-300 <001
40-120 <0,02
40-120 <001 .
ol 150 by 50 <04 150 >200 To-18 | 21
100-300 <001
100-300 >100
i 150 <0,01 90 <02 150 e TO-39 | 22
40-160 " 20 <05 50 > 15 TO-39 | 22
100-300 150 <0,01 90 <02 150 >100 TO-18 | 21
50-150 >250
100-300 10 <03 5300
SOT-54 | 32
50-150 >200
100-300 10 <04 S250
100-450 > 40
. g 1 <0,25 10 < - T0-18 | 21
100-300 100 <0,05 60 <05 500 >150 TO-18 | 21
40-120 60 >100
100-300 100 <0,05 50 <0,15 150 150 TOo-39 | 22
100-300 60 >150
50-300 10 <014 10 >450 TO-18 | 21
40-140 150 <0,02 60 <0,65 150 > 60 TO-39 | 22
25-100
g 150 <0,025 60 <02 150 >150 TO-39 | 22
40-180 10 <0,1 100 s
e 1 0. 100 <0,02 10 >100 SOT-54 | 32
30-150 <50 175 <25 S
30-120 50 <50 280 <20 50 = 15 TO-39 | 22
80-250 10 <0,05 120 <0,15 10 >100 SOT-54 | 32
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Transistoren kileiner und mittlerer Leistung

fur Verstarker- und Schalteranwendungen

MaBbild 21
JEDECTO - 18
DIN1BA 3

Der Kollektor
ist mit dem
Metallgehduse
verbunden.

MaBbild 25
SOT-54

A18

MaBbild 22

MaBbild 23
S0T-42

Der Kollektor
ist mit dem
Metallgehéduse
verbunden.

MaBbild 26
sSOT 23

"—2;9m

Fa *E*“F

o
W*_QIJ‘-;
i
!
i

MaBbild 27
SOT-23
te—2 Smax —*

+o 1

el

MaBbild 30 MaBbild 31
JEDEC TO -126 JEDEC TO -
SOT -32
=78 max - i "'m"'
40
}32_ “T—~9- 3 gz
10
L, pisaid
¥ 2
86 i
8 |

Der kollaktor ist mit der
Montageflache verbunden.

e I,

H

Der Kollektor ist mit dem
Montageflansch verbunden.

MaBbild 24
50T -54

o
m

MaBbild 32
S0T 54

EBC

H=1254
48 max

7
|
e
T ﬂ lz_T','
0
0048 mox-



Unijunction-Transistoren

Programmierbare Unijunction-Transistoren

Kennwerte Absolute Grenzwerte

Typ bei R = 10k Uak I av Iam Prot 2, MaBbild

Ip Iy lano leks Uga

A A nA nA vV mA A mw °C
BRY 39 <5 >70 <10 <100 70 250 2,5 275 150 41
BRY 56 A <0,22 -]
BRY 56 B <11 >10 <10 <100 70 175 25 300 150 42
BRY 56 C <5 >50
BRY 61 <5 =50 <10 <100 70 250 25 250 150 43
2N 6027 <5 >70
2N 6028 <1 <085 <10 < 50 40 200 2,0 375 100 44

Silizium-PN-Unijunction-Transistoren
fiir Impulsgeber und Zeitschalter und zur Steuerung von Thyristoren

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ lep lev Rss Ues1sat Us2g1 le av lem Piot b, MaBbild
uA mA ko A vV mA A mw i
2N 2646 1(<5) 6 (>4)
2N 2647 1(<2) 8. 17 7 35 35 50 2 300 125 45
2N 4870 1(<5) 5(>2) 6 25 35 50 1.5 300 125 46
MaBbild 41 MaBbild 42 MaBbild 43 MaBbild 44 MaBbild 45 MaBbild 46
JEDEC TO - 72 SOT -54 SOT - 23 TO-92 JEDEC TO - 18 _JEDEC TO - 92
DIN1BA 4 4 T
Bl E B2
‘ -
e 148
bofeasd
# - &Amax
52
max
i
127
) LT
| I #*ma i TR0 ] wwm;
Der AnschluB Ga ist mit - i "~ DerAnschlug Bz ist mit

dem Gehduse verbunden. ; : dem Gehéduse verbunden.
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Leistungstransistoren
fir NF-Verstarker und Leistungsschalter

Absolute Grenzwerte
y R
Typ Art, Anwendung Ucso Uceo Icav lem Prot i K:"l:fﬁ
Y v A A W °C

BD 131 NPN- Planar-Epitaxial- 70
BD 132 PNP-  Leistungstransistoren 45 45 3 6 @156 150 6
BD 135 45 45
BD 137 NPN- 60 60
il Planar-Epitaxial- 190
BD 136 Leistungstransistoren 45 45 1.0 15 .8@ 150 10
BD 138 PNP- 60 60
BD 140 100
BD 201 45
20209 ne Epibasis- % b
BD 202 Leistungstransistoren 45 8 12 160/ 150 2,08
BD 204 PNP- 60 60
BD 226 45 45
BD 228 NPN- 60 60
ki Planar-Epitaxial- 100 %
BD 227 Leistungstransistoren 45 45 15 - @459 100 !
BD 229 PNP- 60 60
BD 231 100 80
BD 233 45 45
BD 235 NPN- 60 60
BD 237 Epibasis- 100 80
BD 234 Leistungstransistoren 45 45 2 6 1251 150 5
BD 236 PNP- 60 60
BD 238 100 80
BD 331 60 60
BD 333 NPN- 80 80
gg 335 100 100

i Epibasis-Darlington- 1 12 6 10 160/ 150 208
BD 332 Leistungstransistoren 60 60 :
BD 334 PNP- 80 80
BD 336 100 100
BD 338 120 120
BD 433 22 22
Bg 435 NPN- 3z 32
il Epibasis = = 4 7 136/ 150 35
BD 434 Leistungstransistoren 29 29 1
BD 436 PNP- 32 32
BD 438 45 45
BD 643 60 45
BD 645 80 60
BD 647 NPN- 100 80
BD 649 120 100
0 681 Epibasis-Darlington- 140 i 8 12 162.5/ 150 20
BD 644 Leistungstransistoren 45 45 ' d
BD 646 60 60
BD 648 PNP- 80 80
BD 650 100 100
BD 652 120 120
BD 675 60 45
BD 677 80 60
BD 679 NPN- 100 80
E[D) 681 120 100

o3 Epibasis-Darlington- 180 1o & 6 140/ 150 312
% 676 Leistungstransistoren 45 45 !

678 60 60
BD 680 PNP- 80 80
BD 682 100 100
BD 684 120 120
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Kennwerte bei 5= 25°C
B bei le | leso bei  Ucg Uck sat bei Ic fr Geh&use MaBbild
A u A Vv Vv A MHz (S. 28/29)
>40 05 < 5 i <04 05 > 60 TO-126 51
40-250
40-160 250
40-160
T 0,15 <= 03 30 <0,5 0,5 TO-126 51
40-250
40-160 75
40-160
>30 2
3 <100 40 <1 3 > 3 TO-220 52
' >30 3
40-250
40-160 0,15 125
40-160
< 0,1 30 <0,8 1 TO-126 51
40-250
40-160 0,15 50
40-160
45
60
100
40-250 0,15 <100 745 <0,6 1 > 3 TO-126 51
60
100
60
80
100
120
>750 3 <200 4J60 <20 3 7 SOT- 82 53
80
100
' 120
85-475 22 | <05 2
85-475 0,5 <100 32 <0,5 2
85-375 45 <0,7 3
s | TO-126 51
85-475 22 <0,5 2
85-475 0,5 <100 32 <0,5 2
85-375 45 <0,7 3
60
80
100
120
140
>750 3 <200 —45 <20 3 7 TO-220 52
60
80
100
120
60
80
100
120
140
' >750 1.6 <200 745 2.6 1,5 7 TO-126 51
60
80
100
120
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L eistungstransistoren

fiir NF-Verstarker und Leistungsschalter

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo lcav lem Prot iy Rih G
V- V' A A W °C KIW
BD 813 45 45
BD 815 NPN- 60 60
BD 817 Epibasis- 100 80
BD 814 Leistungstransistoren 45 45 2 6 Ha 150 1
BD 816 PNP- 60 60
BD 818 100 80
BD 825 45 45
BD 827 NPN- 60 60
Doz Planar-Epitaxial- i o
BD 826 Leistungstransistoren 45 45 1.0 15 2 150 125
BD 828 PNP- 60 60
BD 830 100 80 ‘
BD 839 45 45
BD 841 NPN- 60 60
Bl s Planar-Epitaxial- 100 %
BD 840 Leistungstransistoren 45 45 L 2 i 150 125
BD 842 PNP- 60 60
BD 844 100 80
BD 845 100 100
o o Planar-Epitaxial- bzl 1
BD 846 NP Leistungstransistoren 100 100 1.5 3 no/ 150 125
BD 848 ) 120 120
BD 933 45 45
BD 935 60 60
BD 937 NPN- 100 80
BD 939 120 100
BD 941 Epibasis- 140 120
BD 934 Leistungstransistoren 45 45 3 7 130/ 150 Az
BD 936 60 60
BD 938 PNP- 100 80
BD 940 120 100
BD 942 140 120 (
BD 943 22 22 !
BD 945 32 32
BD 947 45 45
NPN-

BD 949 60 60
BD 951 80 80
BD 953 100 100
BD 955 o 120 120

Epibasis- ) 5 8 140/ 150 3,12
BD 944 Leistungstransistoren 20 20
BD 946 32 32
BD 948 45 45

PNP-

BD 950 60 60
BD 952 80 80
BD 954 100 100
BD 956 120 120
BDT 20 PNP-  Epibasis-Darlington-

Leistungstransistoren 130 130 8 12 162,5/ 150 2,0
BDT 21 NPN-  zum Schalten induktiver Lasten
BDT 60 60 60
BDT 60 A PNP- 80 80
BDT 60B 100 100
BDT60C Epibasis-Darlington- 120 120 4 6 150/ 150 25 (
BDT 61 Leistungstransistoren 60 60 :
BDT 61 A NPN- 80 80
BDT 61B 100 100
BDT61C 120 120
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Kennwerte bei ig=25°C

bei

leso
«A

bei

Ucs
Vv

Uck sat
vV

bei

Gehduse

MaBbild
(S. 28/29)

40-250

0,15

<100

45
60
100

45
60
100

<06

TO-202

40-250

0,15

<0,1

30

<05

05

250

75

TO-202

40-250

0,15

<01

30

<08

125

TO-202

40-250

0,15

<1

100
120

<1

100
120

<1,0

05

150

75

TO-202

40-250

0,15

<100

45

100
120
140

45
100

120
140

<06

TO-220

52

' 85-475
85-475
85-375

=40

85-475
85-475
85-375

>40

05

<100

22
32
45

<0,5
<0,5
<0,7

WN N

80
100
120

<10

<05
<05
<0,7

wmrm

<1,0

TO-220

52

>500

<200

<20

TO-220

52

b |

1,5

<200

120

100
120

<25

1,5

TO-220

52

A 23



Leistungstransistoren
fur NF-Verstarker und Leistungsschalter

—

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo lc av lem Piot Ux, Ring
\% Vv A A w %G K/wW
BDT 62 60 60
BDT 62 A PNP- 80 80
BDT 62B 100 100
ki Epibasis-Darlington- 120 120
BDT 63 - Leistungstransistoren 60 60 10 15 190/ 150 1,39
BDT 63 A NPN- 80 80
BDT 63B 100 100
BDT 63C 120 120
BDT 64 60 60
BDT 64 A PNP- 80 80
BDT 64 120 120
i o : 120 120
_ Epibasis-Darlington-
BDT 65 Leistungstransistoren 60 60 12 e JAeh 150 ta ‘
BDT 65 A NPN- 80 80
BDT 65B 100 100
BDT65C 120 120
BDT 91 60 60
BDT 93 NPN- 80 80
BDT 95 Epibasis- 100 100
BDT 92 Leistungstransistoren 60 60 10 20 190/ 150 139
BDT 94 PNP- 80 80
BDT 96 100 100
BDV 64 60 60
BDV 64 A PNP- 80 80
gg¥ g (B: 100 100
____ Epibasis-Darlington- 120 120 12 20 1125/ 150 10
BDV 65 Leistungstransistoren 60 60 '
BDV 65 A NPN- 80 80
BDV 65B 100 100
BDV 65C 120 120
BDV 66 60 60
BDV 66 A PNP- 80 80
BDV 66 B 100 100
BOvesc Epibasis-Darlington- 10 L ‘
BDV 67 Leistungstransistoren 60 60 16 20 7Sl 150 0.715
BDV 67 A NPN- 80 80
BDV 67 B 100 100
BDV 67C 120 120
BDV 91 60 60 .
BDV 93 NPN- 80 80
BDV 95 Epibasis: 100 100
BDV 92 ~ Leistungstransistoren 60 60 10 20 190/ 150 139
BDV 94 PNP- 80 80
BDV 96 100 100
BDX 35 100 60 - B
NPN-Planar-
Egi gg Epitaxial-Schalttransistoren 1%8 % 5 10 L 150 50
BDX 42 60 45
BDX 43 NPN- 80 60
BDX 44 Planar-Darlington- i 80
BDX 45 ~ Leistungstransistoren 60 45 L = 705 10 19
BDX 46 PNP- 80 60
BDX 47 100 80
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Kennwerte bei#ig = 25°C

bei

les o
:‘-" A

bei Ucg

UCE sat
\

bei

MHz

Gehause

MaBbild
(S. 28/29)

>1000

<200

<20

TO-220

52

' >1000

<400

120

120

<2,0

TO-220

52

<100

<1,0

TO-220

52

>1000

<400

<2,0

SOT-93

55

>1000

10

<1000

<2,0

10

SOT-93

55

<1,0

SOT-93

55

0,5

09
0,7
09

50

100

TO-126

51

>2000

0,5

<13

0,5

350

350

TO-126

51
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L eistungstransistoren
fir NF-Verstarker und Leistungsschalter

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo Ie av lewm Prot iy Rina
Vv \ A A W °C KIW
BDX 62 60
BDX 62 A PNP- 80 80
BDX 62B 100 100
POX 020G Epibasis-Darlington- i 12 8 12 190/ 200 194
BDX 63 Leistungstransistoren 80 60 '
BDX 63 A NPN- 100 80
BDX 63 B 120 100
BDX 63C 140 120
BDX 64 60 60
BDX 64 A PNP- 80 80
BDX 64 B 100 1[2)0
1
BDXec Epibasis-Darlington- i 0 12 16 11171 200 15
BDX 65 Leistungstransistoren 80 60 . (
BDX 65A NPN- 100 80
BDX 65B 120 100
BDX 65C 140 120
BDX 66 60 60
BDX 66 B 188 1(2)8
BDX 66 C e g . 1 1
Epibasis-Darlington-
BDX 67 Leistungstransistoren 80 60 18 2 Ly 0 14z
BDX 67 A NPN- 100 80
BDX 67 B 120 100
BDX67C _ 140 120
gg§ ;; ENPE-_ Epibasis-Leistungstransistoren 1% 80 8 12 160/ 150 2,QB
BDX 91 60 60
BDX 93 NPN- 80 80
BDX 95 Epibasis- 100 100
BDX 92 Leistungstransistoren 60 60 g 12 19 200 14
BDX 94 PNP- 80 80
BDX 96 100 100
BDY 90 120 100 ” . 150 20 (
BDY 91 100 80 1 1 0400 8
BDY 92 NPN, fiir Schalter 80 60
BDY 90 A 120 100 12 15 @400 175 2.5
1
gg :gg A NPN, fiir FS-Schaltnetzteile %1; igg 6 8 @700 150 1.
BU 508 NPN, filr Horizontal-Ablenk-Endstuf 1500") 700 8 15 1125/ 150 1,0
BU 508 A , fiir Horizontal enk-Endstufen )
NPN-Darlington mit Ausraumdiode, 1
BU 826 fiir FS-Schaltnetzteile 800" 375 6 8 /115/ 150 1,1
1
TTm BB W s w0 o w0 | s
1
o 10009 45 8 20 125/ 200 | 14
NPN- fiir Hochvolt-Leistungsschalter 3
e o ) 4% 15 30 s 200 | 10
1
B S M w0 s o w0 | o7
1
BUT 1 o | NPN, fiir Hochvolt-Leistungsschalter 1305813 o 5 10 /oo 175 15 '
BUW 11 = : 850") 400
BUW 11 A NPN, fiir Hochvolt-Leistungsschalter 1000") 450 5 10 1100/ 175 1.5
") Ucesm
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Kennwerte bei 5= 25°C

B bei le leg o bei Ucs UcE sat bei Ic fr Gehiuse MaBbild
A uA A A A MHz (S. 28/29)

>1000 3 < 200 — <20 3 7 TO-3 56

120
' >1000 5 < 400 ———— <20 5 7 TO-3 56

120

>1000 10 <1000 | =20 10 i TO-3 56

> 30 2 < 100 40 <1,0 3 >3 TO-220 52

120
' 30-120 5 <1000?) 100 <05 5 70
80

30-120 5 <1000 120 <0,5 5 70

TO-3 56

30 0,6 <1000% % <15 25 6 SOT-93 55

> 225 45 | <1000 1500 | =20 SOT-93 55

> 25

s
[&)
-u.q

>50 3 <1000%) 800 <20

oot
[4)]

SOT-93 55

<1000%) 1% <15

[ =}

850

<10009) 1000

<15

—_

-
NW | MW | 0 | @O (o | MW

<1000% 000 <15

<1000% 1% <1,5

b <1000% 1550 <15

<1000% 18058 <15

TO-220 52

wo | mo

SOT-93 55

A legy bei Uggy=... % Icgg bei Ugg= ...
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L eistungstransistoren
fiir NF-Verstarker und Leistungsschalter

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo lcav  lom Piot iy Rtha
V- " A A W 9@ KI'w
BUW 12 850") 400
BUW 12 A 10001) 450 8 20 1125/ 175 1,2
BUW 13 NPN, fiir Hochvolt-Leistungsschalter 850") 200
BUW 13 A 10001) 450 15 30 1150/ 175 1,0
BUX 80 800") 400
BUX 81 1000") 450 10 15 <100> 150 1,1
BUX 82 NPN, fir Hochvolt-Leistungsschalter 800) 400
BUX 84 . . 800") 400
BUX 85 NPN, fiir Hochvolt-Leistungsschalter 1000") 450 2 3 <40> 150 2,5
BUX 86 : ; 800") 400
BUX 87 NPN, fiir Hochvolt-Leistungsschalter 1000") 450 05 1 @200 150 45
2N 3055 NPN, flir NF-Verstarker und Schalter 100 60 15 15 1115/ 200 1,5
") Ucesm
MaBbild 51 MaBbild 52 MaBbild 53
JEDEC TO -126 JEDEC TO - 220 SOT-82
(SOT - 32)
Lol 35 g | A
: ) b wogt,
| - el
ki ¥ &
) i
! ‘. oo T
y | P R o
— -‘—u — -—1"
153 [} 153
min “%“ min
M PR
| I e|| |l e méx || 22 I | 8[| cf| €],
all Sl . : ol Ee
I|E :
154‘_ Wz mem "4 24 t"" '

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montageflache
verbunden.

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montageflache
verbunden.

Der Kollektor ist mit dem
Montageflansch verbunden.
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Kennwerte bei #g = 25°C
B bei [ lceo bei  Ucg Ucesat bei ¢ fr Gehduse MaBbild
A A Vv \' A MHz
<1000% en | <15 2
SOT-93 55
<1000%) 20 <iE e
30 12 <1000%) 1508 1] 1B 5 6
. TO-3 56
30 06 <1000% 1088 <15 25 6
800
50 0,1 < 2009 1000 <15 03 20 TO-220 52
' 800
50 0,05 < 1009 1000 <15 0,1 20 TO-126 51
20-70 4 <50009) 100 <1,1 4 > 08 TO-3 56
2) lce vy beiUCEV=... s}fcgs bei UCE=---
MaBbild 54 Ilaﬂblid 55 MaBbild 56
JEDEC TO - 202 -93 JEDECTO -3
(SOT -12 ; :
:-— 152, : .——-b “Ble 90
max fmax
- 14— —b-2|4-- ] 5
4t _ _ {
%&@3—; g1 : Lo iy oy
£ Ly 69 / : ' I
4} * - l ; —o g ;i-@’" ol : 1..
| | \ l 1
Rk -1 ; % =
VZ 720263 Gy
; WP 1101 "_”—".‘1

Der Kollektor

ist mit dem
Montageflansch
verbunden,

Der Kollektor

ist mit dem
‘Montageflansch -
verbunden.

Der Kollektor
ist mit dem
Metallgehause
verbunden.
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MOS-L eistungs-Feldeffekt-Transistoren
fuir NF-Verstarker und Leistungsschalter (N-Kanal-Anreicherungstypen)

Absolute Grenzwerte
Typ Ups +Ugs Io av lom Pot i Rine Gehduse
A \ A A w °C K/w

BUZ 10 50 20 12 24 145/ 150 28 TO-220
BUZ 20 145/ 28 TO-220
BUZ 23 100 20 8 16 162,5/ 150 20 TO-3
BUZ 30 55 11 145/ 28 TO-220
BUZ 33 200 20 6.4 12,8 162,51 150 20 T0-3
BUZ 41 5,0 10 162,51 2,0 TO-220
BUZ 44 500 20 56 11,2 178 150 16 T0-3
BUZ 80 26 52 162,51 20 T0-220
BUZ 83 800 20 29 58 1781 150 16 TO-3

MaBbild 61 MaBbild 62

JEDEC TO - 220 " JEDECTO -3

|-—2?,2mo:—-: ol maxfe -

o

F-108-=  vriz0208 = Bmin =]
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Kennwerte
DS ein bei Ip g21s bei Upg und Ip tein taus Dei Upy und R MaBbild
0 A S Vv A ns ns v o
<0,1 6 6,5 25 6 80 180 30 10 61
<02 4 5,5 25 4 80 180 30 10 g;
<075 ol 50 25 ol 80 180 30 10 2]
<11 oy 35 25 2 100 260 30 10 &
<40 ] g 2,0 25 : g 110 300 30 10 g;

Toaveadd® | |
10 _|Buz10
_
[ BUZ 20 BUZ 23
5 Bl

sl T 100 ' 000
mnh-&uu-spom Ups max (V)
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HF-Transistoren
fur Kleinsignalverstarkung

Absolute Grenzwerte

Typ Art, Anwendung Ucso  Uceo lc av lem Ptot iy

\ v mA mA mw °c
PNP-Typen
BF 324 VHF-Vorstufen und -Mischstufen 30 30 25 25 (250) 150
g; g KML-Mischstufen sowie AM-/FM-ZF-Verstérker 40 40 25 25 (250) 150
BF 536') VHF-Misch- und -Oszillatorstufen 30 30 25 25 -200- 150
BF 550 (R)') | AM-/FM-ZF-Verstarker 40 40 25 25 -200- 150
BF 569") UHF-Mischstufen 40 35 30 30 -200- 150
BF 579') VHF-/UHF-Vorstufen mit PIN-Dioden-Abschwéchern 20 20 25 25 [150] 150
BF 606 A VHF-Oszillatorstufen fiir MOS-FET-Mischer 40 30 25 25 [300] 150 '
BF 660") VHF-Oszillatorstufen fir MOS-FET-Mischer 40 30 25 25 -200- 150
BF 767") VHF-UHF-Vorstufen 30 30 20 20 -200- 150
BF 926 VHF-Oszillatorstufen fiir MOS-FET-Mischer 30 20 25 25 (250) 150
BF 936 VHF-Misch- und Oszillatorstufen 30 20 25 25 (250) 150
BF 939 VHF-Vorstufen 30 25 20 20 (225) 150
BF 967 UHF-Vorstufen und -Mischstufen 30 30 20 20 -160- 150
BF 970 UHF-Mischstufen 40 35 30 30 -160- 150
BF 979 VHF-/UHF-Vorstufen mit PIN-Dioden-Abschwachern 20 20 30 30 -140- 125
NPN-Typen
4l FS-ZF-Verstarker 40 B 25 25 500 150
BF 200 VHF-Vorstufen 30 20 20 20 150 175
2 KML-Mischstufen sowie AM-/FM-ZF-Verstarker 40 40 25 25 250 125 |
B | © o 2 2
BF 370 FS-ZF-Verstarker mit Oberflachenwellenfiltern 40 15 100 100 500 150
BF 480 UHF-Vorstufen mit PIN-Dioden-Abschwachern 20 15 20 30 -200- 150
e HF-Anwendungen bis UKW 30 20 30 30  [300] 150
BF 496 VHF-Vorstufen 30 20 20 20 [300] 150
BFS 17 (R)")| VHF-/UHF-Verstarker 25 15 25 50 -250- 175
SEdl EE}:; HF-Anwendungen bis UKW 30 20 30 30 -250- 175
BFS 20 (R)")| AM-/FM-ZF-Verstarker 30 20 25 25 -250- 175
BT 28 (R)") | VHF-/UHF-Verstérker 8 5 25 5  [50] 150

") fiir Schichtschaltungen
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Kennwerte bei # = 25°C Betriebswerte
| Va1el |[Ya1b| | V12e| [ Yizb| bei f fr Vo F f Gehduse | MaBbild
mS ms S WS MHz MHz dB dB MHz (S. 36/37)
100 220 100 450 3 100 SoT-54 [ 71
37 24 100 325 2 0.1 soT-54 | 72
350 17,5 5 200 soT-23 | 73
325 B>50 2 0.1 soT-23 | 73(74)
900 14,5 45 800
1350 16 45 800 e W
650 soT-54 | 72
650
— = Z = soT-23 | 73
500 17,5 5 200 soT-54 | 72
350 17,5 5 200
60 250 200 750 16 25 200 SOI=bE| T
40 700 800 900 13 4 800
900 14,5 47 800 sor-3a7 | 75
75 1400 800 1350 16 45 800
192 il 35 g % 3 35 SOT-54 | 72
70 180 200 650 22 2.7 200 TO-72 | 76
37 18 10,7 = 15 0.2 SOT-54 | 72
25 900 900 A 12 5 900 soT-37 | 77
>500 V,: 20dB 37 SoT-54 | 71
60 1000 900 2000 15 38 800 soT-a7 | 75
= o . 10 = 4 100 soT-54 | 72
85 340 200 550 27 2,5 200 SoT-54 | 71
1300 45 500
ek b i soT-23 | 73(74)
450
2300 18 38 500 SoT-25 73 ?74)
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HF-Transistoren
fur Breitbandverstarkung, NPN-Typen

Absolute Grenzwerte
Typ Ucso Uceo Ic av lem Ptot &y Gehduse | MaBbild
V- \ mA mA mw °C (S.36/37)
BFQ 17") 40 25 150 300 1000 150
BFQ 18A") 25 15 150 300 1000 150 SOT-89 79
BFQ 19" 20 15 75 150 [500] 150
BFQ 22 15 12 35 50 -150- 200 TO-72 76
BFQ 33 9 8 20 20 -180- 150 SOT-100 80
BFQ 34 25 18 150 300 >2250< 200 SOT-122 81
BFQ 53 20 15 25 35 -150- 200 TO-72 76 *
BFQ 68 25 18 300 >4500< 200 SOT-122 81
BFR 49 20 15 25 [180] 200 SOT-100 80
BFR 53 (R)") 18 10 50 100 -250- 175 SOT-23 73(74)
BFR 54 40 15 100 500 500 150 SOT-54 71
BFR 63
40 25 200 500 ®35000 150
BFR 64 SOT-48/3 82
BFR 65 40 25 400 1000 >5000< 200
BFR 90
20 15 25 35 -180- 150
BFR 90 A
SOT-37 78
BFR 91 -180-
15 12 35 50 150
BFR91A -300- (
BFR 92 (R)") 20 15 25 35
1 -200- 150 SOT-23 73(74)
BFR 93 (R)") 15 12 35 50
BFR 94 30 25 150 300 ®35000 200 SOT-48/3 82
BFR 95 30 25 150 300 >1500< 200 TO-39 83
BFR 96 20 15 75 150 -500- 175
SOT-37 78
BFR96S 20 15 100 -700- 175
BFW 16 A
40 25 150 300 >1500< 200 TO-39 83
BFW 17 A
BFW 30 20 10 50 100 250 200 TO-72 76
BFW 92 25 15 25 50
[(190] 150 SOT-37 78
BFW 93 18 10 50 100
|
BFX 89
30 15 25 50 200 200 TO-72 76
BFY 90

1) fiir Schichtschaltungen
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Kenn- und Betriebswerte
fr bei "‘C Uce "C f Vp opt U2 P2 dim F bei f
GHz mA \ mA MHz dB mV mw dB dB MHz
200 16
12 150 15 60 o s 6 200
36 100 10 80 800 700 -60
200 18,5
5,0 50 10 50 o =2 33 500
50 30 5 30 500 16 300 -60 19 500
2GHz 13 25 2 GHz
14 14 5 14 4 GHz 82 38 4GHz
4 150 15 120 800 12 1200 -60 8 500
) 5 14 10 14 500 18 150 -60 24 500
4 200 15 240 800 13 1600 -60
1GHz 17 25 1GHz
5 14 10 14 4GHz 6,5 6.5 6 GHz
200 22 100 -60
2 25 5 30 e o <5 500
>0,5 10 10 10 200 19
>1,0 75 20 70 200 16 150 -30
' 200 16 150 30 9 o
>1.2 200 20 200 o 2 450 =30
10 14 500 19,5 150 -60 2.4 500
5 14
10 14 800 16 150 -60 18 800
5 5 30 500 18 300 -60 1,9 500
30
' 6 8 30 800 14 425 -60 1.6 800
5 14 10 14 500 18 150 -60 24 500
5 30 5 30 500 165 300 -60 19 500
35 90 20 90 500 13,5 700 -60 5 500
35 80 18 80 200 9 9 200
5 50 10 50 500 15 500 -60 33 500
5 70 10 70 800 15 700 -60 33 500
12 150 18 70 s A L e <6 200
11 150 18 70 200 16 150 -30
1,6 50 5 30 o 2l 5 <5 500
1,6 25 10 10 % ﬁ 100 g :gg 4 500
' 1.7 50 5 30 %88 3{2) 5 100 -60 <5 500
12 25 | 10 8 > = S N 23 200
200 23 12 -30 25 200
14 25 10 14 800 8 12 -30 55 800
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HF-Transistoren
fur Breitbandverstarkung, PNP-Typen

Absolute Grenzwerte
Typ Ucso Uceo Ic av lem Piot 04 Gehéduse | MaBbild
\ \) mA mA mw 9©
BFQ 23 -180- 150 SOT-37 78
15 12 35 50
BFQ 24 -150- 200 TO-72 76
BFQ 32 20 15 75 150 -500- 175 SOT-37 78
BFQ 51 -180- 150 SOT-37 78
20 15 25 35
BFQ 52 =150~ 200 TO-72 76
BFT 92 (R)") 20 15 25 35
1 -200- 150 SOT-23 73(74)
BFT 93 (R)") 15 12 35 50
1) fiir Schichtschaltungen (
MaBbild 71 MaBbild 72 MaBbild 73 MaBbild 74
SOT - 54 SOT-54 SOT-23 SOT-23
CBE
1=
’x“ [ " 2 9max —= h— 2 Brmax —=
? TR 1 |
[-2,5-(.-- : 1___‘9 __i 19—
SO s B8 :
2 - ien [ €1 fogee &, o [® L Floe,
o : : =\ 05 T Et-“—_L
I 1 1 T - "]m;_f_ —+f -0LImax —ol fe-043Imax
Eﬁ‘ . : -Iz_,'f __I"'Ez é"“ WZT20204.1 VZIT20204.2

- -
o 0,48 mox . o048 max
MaBbild 78 MaBbild 79 MaBbild 80
50T - 37 SOT -89 SOT - 100
—» 0265max fe—
B
E E E l
K i / \ 5 11
max
e ¥
— -—z.jm
\ E vZioem
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Kenn-und Betriebswerte
fr bei Ie Uce Ie f Vp opt Uy Py dim F bei f
GHz mA v mA MHz dB mV mwW dB dB MHz
16,5
5 30 5 30 500 300 -60 2.4 500
15,0
4,2 50 10 50 500 14 500 -60 3,75 500
19
5 14 10 14 500 17 150 -60 2,7 500
5 14 10 14 500 18 150 -60 2,7 500
5 30 5 30 500 16,5 300 -60 24 500
MaBbild 75 : . : . MaBbild 76 ] & : - -. o MaBbild 77
} SOT - 37 - JEDEC TO - 72 ! . ; SOT-37
hhisd - ~ DIN18A4 i
i Stempeiseite j (s
T — N — max .‘lLf_ ....... v ¥
0,26 i S
mo;’ —ul\,ﬂrmxl- J: * 10 6wl 3\':“1
min T g s 105 | fe-ksBoufif 2.1
kg' r_m'“ Stempelseite max | | Mmax |_m‘!“
1 vl
"E = |
[ P i Al 2l i
) s - e . i |
: LR I " ! 2?%‘?{‘3:2:“88 2 VF 72 02601 et 'H."lr;'ﬂn 4—‘
i Metallgehéduse 1 3 !
verbunden.
MaBbild 81 j Sl MaBbild 82 ;  MaBbild83
SOT - 122 : SOT-48/3 ~ JEDEC TO - 39
_ ! : S ; DINSC3 & . &
& &
f_r e
, TRy
¢ A B
= il
R e
ok
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HF-L eistungstransistoren

fur Senderanwendungen

Absolute Grenzwerte
Typ (NPN) Anwendung (ﬂ‘é'; g ::) Uceo le av lem Piot
vV v A A W
BFQ 42 0,6 1.8 2
BFQ 43 VHF-FM-Sender (36) 18 1.25 375 12
BFS 22 A _ 36 18 0,75 2.25 8
BFS 23 A VHF-FM-Sender 65 36 95 15 8
BFW 46 (2N 3924) & 36 18 05 1.5 T
BFW 46 (2N 3553) | VHF-FM-Sender 65 40 0.35 1.0 7
BLV 10 1,5 4 20
BLV 11 (36) 18 3 8 36
BLV 20 VHFFM-Sender 09 2,5 20
BLV 21 (65) 36 175 5 36
BLV 30 1:b 35 32
BLV 31 VHF-FS-Umsetzer (60) 30 3 6 48
BLV 32F 6 12 96
BLV 33 (65) 33 12,5 20 165
VHF-FS-Umsetzer,
VHF-FM-Sender
BLV 33F (65) 32 12,5 20 180
BLW 29 2,75 8 53
BLW 31 VHF-FM-Sender (36) 18 6 15 96
BLW 32 0,65 1,0 10,8
BLW 33 UHF-FS-Umsetzer (50) 30 1,25 1.9 19,3
BLW 34 225 35 31
BLW 50F KW-SSB-Sender (110) 55 25 7.5 94
BLW 60 . 4 36 8 20 88
BLW 60 C KW-SSB-Sender, VHF-FM-Sender (36) 18 9 22 100
BLW 64 3 9 40
VHF-FS-Sender und -Umsetzer 60 32
BLW 75 4 12 60
BLW 76 (70) 35 8 20 140
BLW 77 KW-SSB-Sender, VHF-FM-Sender (70) 35 12 30 245
BLW 78 (70) 35 10 25 160
BLW 79 (36) 17 0,5 1,5 8,5
BLW 80 VHF-/UHF-FM-Sender (36) 17 1 3 17
BLW 81 (36) 17 25 7,5 40
BLW 83 KW-SSB-Sender
(65) 36 3 9 76
BLW 84 VHF-FM-Sender
BLW 85 (36) 18 9 22 105
KW-SSB-Sender, VHF-FM-Sender
BLW 86 (65) 36 4 12 105
BLW 87 VHF-FM-Sender (36) 18 6 12 76
BLW 89 0,32 1,0 9,6
BLW 90 UHF-FM-Sender (60) 30 0,62 2,0 18,6
BLW 91 1,5 35 325
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Betriebs- und Kennwerte bei ig=25°C
) PL Ps Ve »  bei Uge und f fr Gehduse | MaBbild
Betriebsart W w dB 9% v MHz MHz (S. 42)
2 <016 >11 >60 ~ 91
B-FM 4 S 025 312 e 13,5 175 750 TO-39 92
4 <063 >8 >60 135 700 .
B-+FM 4 <04 10 >65 28 175 500 TO-39 o1
4 <10 >6 >70 135 >250 ;.
BFM 2.5 <025 >10 S50 28 175 500 TO-39 Sl
8 <10 >09 >70 950
B-FM 15 <24 S8 >60 135 175 850
8 <05 >12 >65 600 RS @
B-FM 15 <15 >10 65 28 175 650
) A >1,5" >18 1200 SOT-122 94
A >51) >15 25 225 1000 SOT-122 94
A >8") >15 1000 95
1
A >197) >9 25 9
AB-FM 4 85 %5 o8 225 750 SOT-147 96
A >15") >15 25 i
AT i a oo 225 650 SOT-119 97
15 <15 >10 >60 900 y
B-FM o8 286 =9 260 13,5 175 850 SOT-120 98
> 05" >11 3500
A =100 >10 25 860 3400 SOT-122 94
> 1,8 >9 3300
AB-SSB 65?) 18 45 50 28 540 SOT-123 93
} AB-SSB 309 19,5 35 12,5 28 550 SOT-56 99
B-FM 45 <127 >55 >75 12,5 175 650 SOT-120 98
A >10") > 95 25 225 900 SOT-56 99
A 14") > 8 25 295 800 SOT-105 100
' AB-SSB 809 >13 >35 28 28 315
B-FM 80 13 7.9 70 28 108
AB-SSB 1309 >12 >37,5 28 28 ~
BFM 130 232 75 75 28 87,5 820 SOT-121 101
A-SSB 352 19,6 45 26 28 a70
B-FM 100 <25 > 6 >70 28 150
2 13,5 60 175
B-FM 2 <025 >09 >60 125 470 1500
4 15 60 175 ¥
B-FM 4 <063 >38 o5 12,5 e 1750 SOT-122 94
10 045 135 60 175
BFM 10 <25 >6 >60 125 470 1300
AB-SSB 309 21 40 28 28 530
B-FM 25 <316 >9 >60 28 175 650
B-FM 45 <142 > 5 >75 12,5 175 5
AB-SSB 30) 19,5 35 125 28 650 SOT-123 93
B-FM 45 <8 >75  >70 28 175 670
' AB-SSB 47,52 19 45 28 28
B-FM 25 <625 >6 >70 13,5 175 800
2 <013 >12 >50
B-FM 4 <0832 >11 >55 28 470 1200 SOT-122 94
10 <126 >9 >60

1) Synchron-Ausgangsleistung bei 60 dB Intermodulationsabstand. ?) P pep = Leistung beim Scheitelwert der Hiillkurve.
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HF-L eistungstransistoren

fur Senderanwendungen

Absolute Grenzwerte
Typ (NPN) Anwendung (303 0 M) Uceo lcav lem Prot
o v A A w
BLW 95 KW-SSB-Sender (110) 53 8 20 245
BLW 96 KW-SSB-Sender, UKW-FM-Sender (110) 55 12 30 340
BLW 98 UHF-FS-Umsetzer 50 27 2 4 21.5
BLX 13 65 36 3 6 62,5
BLX 13C KW-SSB-Sender, (65) 36 3 9 73
UKW-FM-Sender
BLX 14 85 36 4 12 88
BLX 15 110 55 6,5 20 195 ‘
BLX 39 VHF-FM-Sender, KW-SSB-Sender (65) 36 4 12 100
BLX 65 0,7 2 3
BLX 66 0,7 2 4
BLX 67 UHF-FM-Sender 36 18 07 2 4.5
BLX 68 1,0 4 10
BLX 69 A 35 10 50
BLX 91 A 33 0,4 08 4
BLX 92 2 33 0,7 2 6 :
BLX 93 33 1 3 12,
BLX 94 A UHF-FM-Sender 65 30 25 6 60
BLX94C 30 25 6 60
BLX 95 30 3 10 76
BLX 96 40 27 04 1 6,25
BLX 97 UHF-FS-Umsetzer 40 27 08 2 12,5
BLX 98 50 27 2 4 21,5
BLY 53 A VHF-UHF-FM-Sender 36 18 1 4 10
BLY 57 (2 N 3926) 36 18 1,0 3,0 11,6 ‘
BLY 58 (2N 3927) 36 18 1,5 4,5 23,0
VHF-FM-Sender
BLY 59 (2 N 3375) 65 40 0,5 1,5 11,6
BLY 60 (2N 3632) 65 40 1,0 3,0 23,0
BLY 87 A 36 18 1,25 3,75 17,5
BLY 87C (36) 1,6 4,0 20
BLY 88 A 36 18 25 7.5 32
BLY 88C (36) 3 8 36
VHF-FM-Sender
BLY 89 A 36 18 5] 10 70
BLY 89C (36) 6 12 73
BLY 90 36 18 8 20 130
BLY 91 A 65 36 0,75 2.25 17,5
BLYO91C (65) 09 25 20
BLY 92 A 65 36 1,5 4.5 32
BLY 92C (65) 1,75 50 36
BLYS3A VHF-FM-Sender P
BLY 93C (65) 36 3 9 0
BLY 94 65 36 6 12 130 ¢
|
2 N 3866 55 30 04 04 5
VHF-/UHF-Sender
2N 4427 40 20 04 0,4 5
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Betriebs- und Kennwerte bei iig= 25°C
— P Ps Ve n bei Uce und f ' fr Gehduse | MaBbild
etriebsart w w dB % v MHz MHz (S. 42)
AB-SSB 1609 >14 >40 50 28 270
5 SOT-121 101
AB-SSB 2002) >135  >40 - 28 oo
B-FM 200 45 65 67 108
A >35' > 6,5 25 860 2500 SOT-122 94
AB-SSB 25%) >18 35 28 28 _
B-FM 25 05 17 60 28 70 500 SOT-56 99
AB-SSB 257) 21 45 28 28 530 SOT-120 98
AB-SSB 50?) >13 >35 28
B-FM 50 <89 >75 b5 28 70 250
5 SOT-56 102
) AB-SSB 1509 >14 >37,5 5 28 075
B-FM 150 30 >75 75 108
B-FM 45 <8 >75 >70 28 175 ¥
AB-SSB 42,59 19 50 28 28 570 SOT-120 o8
2 <05 >6 >65 1400 TO-39 91
25 <035 >85 65 1400 SOT-48/4 | (103)
B-FM 25 <035 >85 65 12,5 470 1400 SOT-48/3 | 103
7 <22 S5 >65 1300 SOT-48/3 | 103
17 <68 >4 >65 1000 SOT-48/2 | 104
10 <008 >11 >50 1200 SOT-48/3 | 103
oo, = B | =
: : 1 -48/3 | 10
B-FM 25 <625 >6 S55 28 470 1100 SOT-48/2 | 104
25 <56 >65 55 1100 SOT-122 94
40 <142 S 45 >80 900 SOT-56 99
>0,5") > 6 >1200 SOT-48/3 103
A >1.0% S 55 25 860 $1200 SOT-48/3 | 103
>3,5" >5 2500 SOT-48/2 104
72 0.4 12,5 66 12,5 175 -
B-FM e o2 22 o 125 172 1300 SOT-48/3 | 103
7 <2 > 55  >70 >250
b B-FM 12 < d S a7 >80 135 175 5200 -
75 < 1 >88  >65 100 500 To-80 | 108
B-FM >135 356 >58 >70 28 175 400
8 <10 >09 >70 700 SOT-48/2 | 104
B-FM 8 <05 >12 >60 135 175 950 SOT-120 8
15 <266 >75 >65 700 SOT-48/2 | 104
BFM 15 <24 >8>0 138 176 850 SOT-120 | 98
650 SOT-56 99
BFM 25 <625 >6 >70 135 175 o 5 ]
B-FM 50 <158 >5 >75 12,5 175 550 SOT-55 102
500 SOT-48/2 | 104
B-FM 8 <05 >12 >65 28 175 o el o
500 SOT-48/12 | 104
500 SOT-56 99
i B-FM 50 <10 >7 >65 28 175 500 SOT-55 102
y
B 18 005 15 >60 100
C-M 10 <01 >0 S45 28 400 700
1 <01 >10 >50 175 B o
C-M 0.4 01 6 50 12 470 700

') Synchron-Ausgangsleistung bei 60 dB Intermodulationsabstand. ?) P_pgp = Leistung beim Scheitelwert der Hiillkurve. A 41



HF-L eistungstransistoren

fiir Senderanwendungen
. mme, s s g
DINSC3

ETE R e T
Pl

Der Kollektor ist mit dem Der Emitter ist mit dem

Alle Elektroden sind vom

Alle Elektroden sind vom

Alle Eléktrodan sind vom

Metallgehéduse verbunden. Metallgehéuse verbunden. Metallflansch isoliert. Gewindestutzen isoliert. Metallflansch isoliert.
MaBbild 96 MaBbild 97 MaBbild 98 MaBbild 99 MaBbild 100
SOT - 147 S0T-119 SOT-120 SOT - 56 SOT - 105
@13 ; 9
T max e B0 -
on [ 7 i 919 o ; S ok A bt s |
R e B B
i . e e 72
L ey T
134 % 95
1/4-28UNF 5 16 150
S B : |Ts 106 W72 1.‘%’.
10-32UNF mox  § —>10-32 UNF

&

635

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

Alle Elektroden sind vom
Metaliflansch isoliert.

8 L
Lo

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

MaBbild 101 MaBbild 102 MaBbild 103
SOT-121 S0T-55 SOT - 48/3
i o
E 2
j:' = LR
1
2| 16 I {20
oflers =T
L —{f13
lnl_: f
ses ©

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

Alle Elektroden sind vom
Metallfiansch isoliert.
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Kl
el 1]
[N P
14—
I 25min

Alle Elektroden sind vom
Gewindestptzen isoliert.
BLX 66 ohne
Gewindestutzen.

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

MaBbild 104

MaBbild 105
SOT - 48/2 JEDECTO -

: 0127

BLY 57, BLY 58,

: 2 N 3926, 2N 3927:
b it e Der Emitter ist mit dem
Gehéuse verbunden.
Alle Elektroden sind vom BLY 59, BLY 60,

Gewindestutzen isoliert. 2N 3375, 2N 3962:
Alle Elektroden sind vom

Gehéuse isoliert.



HF-Verstarker-Module

UHF- und VHF-Leistungsverstarker-Module
B B s R T S R R R R I SRR SR |

Betriebswerte :
BGY 32 BGY 40 A 1: Eingang
ey oo | G| P oA | e n ;s
aroioh v mw w % Y 36 BGY 418 4:Masse
Y 38 BGY 43 5: Speisespg. Uz
BGY 22 380-512 135 20 (>25) | 47 >40) BGY 44 6 Masse
& e
BGY 22 A 420-480 12,5 >25 >40 R L AR S
380-480 83(>7,0) | 71(>60)
BGY 23 480-512 135 7.5 69
25W
BGY 23 A 420-480 12,5 >7,0 >60
BGY 32 68- 88
100
BGY 33 80-108
12,5 >18
BGY 35 132-156 50 (>40)
150
BGY 36 148-174
BGY 38 156-163 135 | 250 >28
BGY 40 A - 100 | >75
BGY 41A 400-440 150 | >13 : =
12,5 40 (>3 ¥ : & VI 720025
BGY 408 440-470 100 | >75 =2 G e
BGY 41 B 150 | >13
BGY 43 148-174 48 (>40)
12,5 80 | >13
BGY 44 68-88 50 (>40)

VHF-Breitbandverstarker-Module
fiir Kabelfernsehanlagen, in Gegentakt-Schaltung

Frequenzbereich 40...300 MHz :
H == 138max, = 27.2max
Speisespannung 24V e ‘ A R el
Impedanz an Eingang und Ausgang 750 il i : ; . ! I
92 | ; ;
Leistungs- Ausgangs- max | y J il e ALl :
verstarkung Rauschzahl spannung’) N :s; i i_] Tl I iy 5 l ! 200
Typ Vp Fmax U2 min "'"_"'__ ﬁ é‘-. .12.1 :" : ¢ y I I I ¢. JJ_:__* l
dB dB dBmV s..H‘T 4 i'!g'/,c,.--, b AR
v X | 0
0,25 == < ™ 0
BGY 50 7 61 Tl i Eﬁj' 534 -
BGY 51 12,5 8 63,5 iy {4 (5.08)
BGY 51/01 8 65 S8 ——Nu——e
Y {95 3,85
BGY 52 6 61 i |5.72
BGY 53 16,4 7 63,5 -
BGY 53/01 7 65 | :
ol i L Ei
BGY 54 6 61 o 8 | : : éué‘;'s’e"“'
BGY 55 17 7 63,5 ' 3 Masse _
BGY 55/01 T 65 L : g amspmnung
BGY 56 6 61,5 M iyl
BGY 57 = 7 64 el |
gl e’
BGY 58 33 6 64 .
BGY 59 38,5 6 64 ') bei 60 dB Intermodulationsabstand nach DIN 45 004
2) mit zusatzlichen Anschliissen 4 (Ausgang Vorstufe)
BGY 60%) ‘i e 84 und 6 (Eingang Endstufe).
BGY 75%) 17 7 65 8) fiir Frequenzbereich 40 . . . 440 MHz
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Siliziumdioden

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Urm IF av IFm iy
v mA mA °C
BA 221 Planar-Epitaxial-Allzweckdiode 30 200 400 200
BA 316 10
BA 317 Planar-Epitaxial-Allzweckdioden 30 100 225 200
BA 318 50
BAS 11 Glaspassivierte Avalanchediode 300 300 900 150
BAS 16") Planar-Epitaxial-Schalterdiode 85 100 200 150
BAS 19') 120
BAS 20") Planar-Epitaxial-Allzweckdioden 200 200 625 150
BAS 21") 250
BAV 10 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 60 300 600 200
BAV 18 60
o Planar-Epitaxial-Allzweckdioden = 200 625 175
BAV 21 250
BAV 45 Picoampere-Diode 35 50 100 125
BAV 70") — : ;
1 Planar-Epitaxial-Zweifachdioden

32*9595}) fir schnelle Schalteranwendungen 70 100 200 150
BAW 62 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 75 100 225 200
BAX 12 Diode mit kontrolliertem Durchbruch 90 400 800 200
BAX 14 40 o

Allzweckdioden 400 2A 200
BAX 18 75
1N 4148 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 75 75 225 200
1N 4150 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 50 300 600 200
} : :}‘;’1 Planar-Epitaxial-Schalterdioden ;g 200 450 200
1N 4448 | PlanarEpitaxial-Schalterdioden 75 150 450 200

1) fiir Schichschaltungen
MaBbild 111 MaBbild 112 ‘MaBbild 113
JEDEC TO - 35 SOT - 23 . ~JEDECTO - 18

L
S I
. Pt fol 3
a1 Pl = SO T £ : 2 :
254 4,25 - 254 e i 3. 1
rnnl max ) Ot P l
Die Farbkenrwelchnung
beginnt an der Katodenseite.
MaBbild 117 MaBbild 119
SOD-17 =~S0T - 54
1o o ol
. . ‘»m?,—-]-mm e | min n;'l' 1 4127 ~*{ o
" - f * : A mﬂ - E.; t
E*#’ E w0 A r——‘——‘l—l RS, ’ b = -]-—LSMR
Bk - mz:z 42maxe— —wf 52max fe— VZ 72080
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Kennwerte bei i, = 25°C
Us bei I In bei Ur C Dbei Ur tr nach [g Qg nach [¢ Gehéduse | MaBbild
Vv mA uA v pF v ns mA | nAs mA
<0,95 100 <0,2 30 < 25 0 < 4 10 DO-35 111
10
<0,85 10 <0,2 30 < 83 0 < 4 10 DO-35 111
50
<1,1 300 <0,25 300 10 0 < 1us 400 35 400 DO-35 111
<0,855 10 <1,0 75 < 2 0 < 6 10 <0,045 10
100 SOT-23 112
<1,0 100 <0,1 150 <5 0 < 50 30
200
\ <1,0 200 <0,1 60 < 25 0 < 6 400 <0,05 10 DO-35 111
50
<1,0 100 | <o, 19 | <k 0 < 50 30 DO-35 | 111
200
<1,0 10 <5 pA 5 <13 0 <350 10 =T0-18 113
5] <15 114
<0,855 10 <25 70 < 1,5 0 < 6 10 <0,045 10 SOT-23 115
<2,5 < 20 116
<1,0 100 <5 75 < 2 0 < 4 10 <0,05 10 DO-35 111
<1,0 200 <0,1 90 <35 0 < 50 30 <0,5 10 DO-35 111
<0,95 300 <0,1 20 <35 0 <300 30
DO-35 111
<14 2A <0,1 75 <35 0
<1 10 <0,025 20 < 4 0 < 4 10
<1 200 <0,1 50 < 2,5_ 0 < 4 10
<A 50 | <005 50 | <2 sl R
| < 30 | <o, 2% | <4 IR Lo
<1 20
<1 100 <0,025 20 < 4 0 < 4 10
MaBbild 115 _
; e f 19—
j Vg B ; e ORS00 LIRS
| 58 .ail K JB_Tj
ek | A ‘i e ’ A gz
5 i '*T MG -*T ¥
] K -6y 254 48 i =y ——— 817 : : [ = o R
wERAT =L e R S PSE L
s ) : - jeBht 306 i 2 — — i6max
Tk THSAma e ey At i vz a8 Fossmax ovenome P
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Siliziumdioden fiir Kanalwahler

Silizium-Abstimmdioden I

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Urm I ity
Y mA °C
BB 105B : ; flir UHF
BB 105 G Planar-Abstimmdioden fiir VHF 30 20 85
BB 109G Planar-Abstimmdiode fiir VHF 30 20 85
BB 112 Abstimmdiode fiir K, M, L 12 50 85
BB 117 20 20 60
I~ Planar-Nachstimmdioden -
BB 119 15 200 200
BB 130 Abstimmdiode fir K, M, L 32 50 85
BB 204 B e . -
BB 204 G Planar-Zweifach-Abstimmdioden fiir UKW 30 100 100 ‘
BB 212 Planar-Zweifach-Abstimmdiode fiir K, M, L 12 100 85
BB 304 Planar-Zweifach-Abstimmdiode fir UKW 30 100 100
BBd0sa | Planar-Abstimmdioden  far UHE 30 20 100
BB 417 Planar-Nachstimmdiode 20 20 100
BB 809 30 20 100
783 S00A Planar-Abstimmdioden fiir VHF

BB 909 B 32 20 100
BBY 317) Planar-Abstimmdiode fiir UHF

1 2 . - 30 20 85
BBY 40') Planar-Abstimmdiode fiir VHF

1) fiir Schichtschaltungen

Silizium-Spezialdioden

Absolute Grenzwerte

Typ Art, Anwendung Upm I iy

V mA °C
BA 182 Planar-Diode zur VHF-Bereichs-Umschaltung 35 100 100
BA 223 Planar-Diode zur AM-Bereichs-Umschaltung 20 50 150
g: gﬁ Planar-Dioden zur VHF-Bereichs-Umschaltung 20 100 150
BA 280 Schottky-Diode fiir UHF-Mischstufen 4 30 100

PIN-Diode fiir regelbare

BA 379 Dampfungsnetzwerke 30 20 60
gﬁ :gg Planar-Dioden zur VHF-Bereichs-Umschaltung 35 100 150
BAT 177) Schottky-Diode fiir UHF-Mischstufen 4 15 100 '
BAT 18) Planar-Diode zur VHF-Bereichs-Umschaltung 35 100 100
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Kennwerte bei i, = 25°C
In bei Uy C bei Uy C bei U rg bei f und Cc Gehduse | MaBbild
uA Y pF v pF v Q MHz pF (S. 44/45)
20...23 <0,8 =
<0,01 28 11,5 3 78 28 25 <12 470 9 SOD-23 118
<0,01 28 26...32 3 43..60 25 <0,6 200 25 SOD-23 118
<0,05 12 440. . .540 1 14...27 9 <15 0,5 1V ~50T-54 119
<0,1 20 8...11 4 22.40 15 <1,2 470 9 SOD-23 118
<0,05 15 20..:25 4 <15 200 22 DO-35 111
<0,05 30 450. . .550 1 12..21 28 <2,0 1 1V =~S0T-54 119
37...42 i
<0,05 30 34 39 3 14 30 <04 100 38 SOT-54 120
\ i
<0,05 10 500. . .620 0,5 <22 8 <3 05 500
SOT-54 120
<0,05 30 45 2 25 8 <04 100 38
20...23 <0,8 *
<0,01 28 11,85 3 1825 25 <12 470 9 DO-34 121
<0,1 20 8.::171 4 22.40 15 12 470 9 DO-34 121
<0,01 28 26...32 3 45 .56 25 <0,6 200 25
DO-34 121
>31,0 26...30
<0,01 30 >335 1 28 .32 28 <1,0 100 30
<0,05 28 11,5 3 18...28 25 <1,2 470 9
SOT-23 112
<0,05 28 26...32 3 43..60 25 <06 200 25

Kennwerte bei i, = 25°C
Us bei If In bei Ug ri bei I C bei U und f F bei f Gehause | MaBbild
\ mA A v Q mA pF v MHz | dB MHz (S. 44/45)
<1,2 100 <0,1 20 <0,7 5 <1 20 1 SOD-23 118
<1,0 50 <01 20 <1,5 10 <356 6 1
210 DO-35 11
<1,0 100 <0,1 15 <05 10 <2 15 1
<0,6 10 <0,25 3 <15 5 <1 0 1 <8 900 SOD-23 118
450 10 mA 0,34 1 100 2
<1 20 <1 10 17ke  10uA 03 0 900 SOD-52 122
<0,7 <1,2 =
<1,2 100 <0,1 20 <12 3 <10 3 100 DO-34 121
) <06 10 | <025 3 | <15 5 | <1 0 1 | <7 900
SOT-23 112
<1.2 100 <0,1 20 <0,7 5 <1 20 1
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Stabistoren, Referenzdioden

Stabistoren siliziumdioden mit engtolerierter DurchlaBspannung (+5%)

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ Ur AURl I bei I Iem P Ur iy Rinu MaBbild
\" mV/K Q mA mA mw \" oL Kimw
BA 220 0,68-0,75 10 | 400 | 350 | 10 | 200 05
131
BA 314 0,75-0,83 18 <6 10 [ 250 [ 500 | | 200 0,38
BA 315 0.71-0.79 21 <7 10 | 225 | 300 200 06
BAS 17') 0,75-0,83 -1,8 | 10 | 250 | 200 150 0,62 132
BZV 46/1V5 1,34-155 365 | <20 5 | 120
BZV 46/2V0 2/00-2.30 -560 | <30 5 go | (280)| 4 | 150 0.38 131
BZX 75/C1V4 14 33 <10 10
BZX 75/C2V1 21 5 <15 10 ,
BZX 75/C2V8 238 6,6 <20 10 | 250|400 | 10 | 200 0.40 133
BZX 75/C3V6 36 -8.2 <25 10

') fiir Schichtschaltungen

Referenzdioden
Temperaturkompensierte Silizium-Z-Dioden zur Erzeugung von Bezugsspannungen

| : ] Kennwterte _ Temperatur-
Typ beil, | Uz [4Uz| | [(@Uz5)IUz | rz bereich MaBbild
mA Vv mv _ in 10-5/Kk 0 du
BZV 10 | < 46 =100
BZV 11 < 23 = B0
BZV 12 2,0 6,5+5% < 9 = 20 <50 0...+70°C 131
BZV 13 < 48 =~ 10
BZV 14 | < 23 ==! b
BZV 38 7.5 6,4+5% < 20 <20 + 10.. +60°C 131
BZX 90 <100 <100
BZX 91 < 50 < 50
BZX 92 7,5 6,5+5% < 20 % 20 <15 -55.. +100°C 131
BZX 93 < 10 < 10
BZX 94 < 5 L
1N 821 < 96 =~ 100
1N 823 < 48 = B0
1N 825 7.5 6,2+5% < 19 =~ 20 <15 =55.. 4100°C 131
1N 827 < 9 = 10
1N 829 < 5 ~ 5
MaBbild 131 ' MaBbild 132 o S MaBbild 133
JEDEC DO - 35 SOT-23 ———29max JEDED DO -7
o T 2 s g
95" I-— 25,4min —m= Nicht verzinnt le— 25 4min — e 2052
o R W T et |
4 : ; 1 A % ¥ 1 ﬂ : S
) E I
| o = % ?g 1 - T6max L ,;,s
.2.5{& *:;1.:’3” m “:n i "‘f" : I u ﬂ ‘v now .'
: _.l'..ﬂ.&lmlx 13min —
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Silizium-Z-Dioden, Silizium-Suppressor-Briicken

Silizium-Z-Dioden

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ") Uz AUzLyd rz beilz | Izm P iy Rinu MaBbild
v mV/K 0 mA A W °©c K/imw
BZV 85/C5V1 51(48...54) + 0,7 < 10 45 0,2
bis bis <1,3> 200 134
BZV 85/C75 75(70...79 +77 <225 4 Ring: 0,11
BZX 78/C5V1 51(4,8...54) =) < 10 50
bis ?) bis 1,0 150 0,125 135
BZX 78/C75 75(70...79) +78 <125 5
BZX 79/BaV7 47(4,6...4,8) - 14 < 80 L5
bis bis
BZX 79/B75 75(73,5...76,5) <60 <255 2
| -04- 200 0,38 136

EZX 79/C2v4 24(22...26) =30 <100 5

is bis
BZX 79/C75 75(70...79) < 60 <255 2
BZX 84/C4V7 4,7 (4,4...50) - 14 < 80 5
bis 2 bis -0,15- 125 0,67 137
BZX 84/C75 75(70...79) +80 <225 2

1) Die Typenreihen sind nach U, gemaB der E 24-Reihe abgestuft 2) fiir Schichtschaltungen

Silizium-Suppressor-Briicken
fiir polungsunabhéngigen Betrieb mit Schutz gegen Uberspannungsspitzen

Typ BZW 10/12 BZW 10/15 - —
Eingangs-Gleichspannung =12V =15V >
dabei Sperrstrom <40u A <400 A
Arbeitsspannunq bei 10 mA >10V >13V - +
Begrenzung auf ') <30V <34V
max. Ausgangsstrom 150 mA T
MaBbild 138 =
') bei Stérimpuls FTZ 10/700
MaBbild 134 MaBbild 135 MaBbild 137 MaBbild 138
JEDEC DO - 41 SOT - 89 SOT - 23 SOD - 28
.mzéi_ °"% —2,9max — 2
in (R
g e icad 6 Jﬂ e } 50845084508
i) g—- | + 19 max- -

vi

28min | &48max | 28 min

MaBbild 136

JEDEC DO - 35 ]
| #1385

max

L

Tr0an

056
max

e ]

)
- L - —
254 4,25
max

254
min min

¥F T1-020.

T T B
';-o,o_min :a,g max

= -
s
maxel

N3

0105
max
Lilr &t
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Silizium-Leistungs- Z-Dioden / Si-Suppressor-Dioden

Bg:ig?ag!ﬁgziﬂ%ge Betrieb als Suppressor-Diode
- von Verbraucherspannungen zum Schutz gegen Uberspannungsspitzen
T ;
L Uz und r; bei Iz Prmax Uro? | Usr®)bei lgr Permmax) | Nachfolgetyp Meted
Vv 0 mA w Vv % A kW fiir
BZV 15/C10 (R) 10 < 05 1A
bis bis 15 141
BZV 15/C75 (R) 75 < 105 200
BZW 86/7V5 (R) 7.5 12 1000
bis bis 25 142
BZW 86/56 (R) 56 85 250
BZX70/C7V5 75 < 35 50 56 9 20 BZW 70/5V6
bis bis 2,5 bis 0,7 bis 143
BZX 70/C75 75 <100 10 56 98 5 BZW 70/56
BZY 91/C7V5 (R) 75 < 02 5A 5,6 85 150 BZW 91/5V6(R)
bis bis 100 bis 9,5 bis 144
BZY 91/C75 (R) 7% < 26 500 56 79 50 BZW 91/56(R)
BZY 93/C7V5 (R) 75 < 03 2A 56 8 20 BZW 93/5V6(R)
bis bis 20 bis 0,7 bis 145
BZY 93/C75 (R) 75 < 105 200 56 90 5 BZW 93/56(R)

') Die Leistungs-Z-Dioden sind nach Uz gemiB der E-24-Reihe, Toleranz +5%, abgestuft

?) Bei der Version ohne R liegt die Katode am Geh&use, bei der R-Version die Anode.
% Ruhe-Sperrspannung = Speisespannung des zu schiitzenden Geréates
4Durchbruchspannung = Impulsspannung, bei der Begrenzung erfolgt, bei exponentiell abklingenden Impulsen t,=500us

fur Abfall auf 37%.

%)StoB-Verlustleistung im Durchbruch bei exponentiell abklingenden Impulsen mit tp=1ms.

MaBbild 141
SOD - 38

MaBbild 143
SOD - 18

MaBbild 144
- JEDEC

Amax nicht verzinnt

- - - -

1
065 A I ) Lo d
g~ . )

2 TVt 125 AT e~ 265 PRI o
7y o0

A 50

DO -5

MaBbild 142 U?‘N\UNF swa?
JEDEC DO - 30 l \ L
e ]
H
3
L? i RN

DRt b R e L K
(min. 635 gerade) 148

MaBbild 145
JEDEC DO -4

1

: i
=g
198max 1035
10-32UNF

483
max




Gleichrichter kleiner Leistung

Silizium-Gleichrichterdioden
N R AR R R S R RN

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Ir av IFR M lksm | Urwm UrrM by Ur bei If ter MaBbild
A A A | Y A °c Vv A ns
BY 223 10 20 1500 1500 125 <15 5 146
Spezial-
BY 228 typen fiir 10 50 1500 1500 140 <1,5 5 147
BY 277/600R| poeme’ 500 600
enk-
BY 277/750R| Endetufen 20 50 800 750 125 | <14 10 <400 146
BY 448 1500
BY 458 8 30 1200 140 <16 3 | 148
By - |
27/100
BYV 27/150 2,0 15 50 150 150 165 <085 25 < 50 148
BYV 27/200 200 200
BYV 28/507) . 38 138
BYV 28/100 1
BYV 28/150 35 25 80 150 150 165 <075 3 <50 147
BYV 28/200 200 200
BYV 95 A 200 200
BYV 95B 1,5 10 35 400 400 165 <135 3 <250 148
BYV95C 600 600
BYV 96 D 800 800
BYV 96 E 1,6 10 35 1000 1000 165 <135 3 <300 148
BYW 54 600
BYW 55 2,0 12 50 800 165 <1,0 1 2500 148
BYW 56 1000
BYW 95 A 200 200
BYW95B 3,0 15 70 400 400 165 <125 5 <250 147
BYW95C 600 600
BYW 96 D 800 800
BYW 96 E 3,0 15 70 1000 1000 165 <1256 b5 <300 147
1N 5060 400
1N 5061 20 12 50 600 165 <115 .25 3000 148
1N 5062 800
1) Epitaxial-Dioden mit sehr niedriger DurchlaBspannung
MaBbild 146 MaBbild 147 MaBbild 148
SOD - SOD - 64 (Glas) SOD - 57 (Glas)
S i o ;
'.ﬁ'é‘,. [} 838 - 3

- 28min —= 50max me —

8135
max

VETI0292.

T 1 28min—a 4 S7masie— 28min —m @ 0.89
VZ T20047
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Gleichrichter kileiner Leistung

Silizium-Gleichrichter in Briickenschaltung

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Utr rMs lo av loRm iy Ur bei I MaBbild
A A A °6 \Y A
BY 164 60 1,4 5 150
2x1,0 1 151
BY 179 280 1,0 5 125
BY 224/400 220
BY 224/600 280 4.8 50 125
BY 225/100 50 2x 1,15 10 152
BY 225/200 80 48 50 150
BY 256 80 1.5 10 150
2x1,05 2 151
BY 257 280 1,5 10 150

Silizium-Hochspannungs-Gleichrichter

Absolute Grenzwerte Kennwerte bei it ;= max
Typ Urwm Urgrm Ie av lepm i Ur bei Ie Ig bei Ur MaBbild
KV KV mA mA °C Vv mA uA KV
BY 184 1,5 1,8 5 400 85 <6 100 <10 1,5 153
BY 476
BY 476 A 16 18 25 500 100 <44 100 <5 15 155
BY 477 21 23 21
BY 478 25 a7s | 2 00 | 100 | <50 100 | =3 25 155
BY 509 11,5 12,5 4 500 120 | <43 100 | <3 11,5 154
BYX 90 6,0 7] 200 600 125 <156 2A <10 6 156
MaBbild 151 MaBbild 152 - MaBbild 153 : MaBbild 154
SOD - 28 . SOT-112 SOD - 34 i SOD - 61 (Glas)
le—— 22,5 max — — 33 g "'-l’..s_x‘""i"' "'?:‘;:li;"ﬂ:';“"" ~254 mn - i i r-—- 29min —--J-u»—i 8max —-l——zsmin o o,,g'fs
T b e S R .-&arr:\?ﬁ:):\:g
: T oI S G H SRt e .
A Kl T 1
5 ¥ | j u ; :
i > 1 n LT RAL- )
_ ; E : }i —ISM——H,
PR e e
A MaBbild 155

33 45 sual.ml.@*..g - sop-se

VETI0230

e : 18,4 max L =

| _——=—2max nichl verzinmt—. )
. - AnschluBdréhte:

| # o
[ r ol Byidys
o

R ] A 0105 Ll . s | . }::.:: BY 477 ¢ L= min. 22

MaBbild 156
SOD- 18

A K| BY 478
- : BY 476 AL =min. 13

i

U
n
= 26N 125 MO X 24 i - : Y

72 0000 25min -—{ VI

by i e | =
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Silizium-Hochspannungs-Kaskaden
fiir Farbfernsehempfanger

Typ

BG 2000-541 BG 2000-641

BG 1895-541 BG 1895-641

BG 2097-541 BG 2097-641
BG 2097-542 BG 2097-642

BG 1897-541 BG 1897-641
BG 1897-542 BG 1897-642

BG 1898-541 BG 1898-641

Besonderheit

mit eingebautem Bleeder-
widerstand in Dickfilmtechnik
mit Abgriff fiir die Fokussier-
spannung sowie mit Fokussier-
spannungs-Einsteller

mit Fokussierspannungs-
Einsteller in Dickfilmtechnik

(...-542, 642)

Absolute Grenzwerte
Eingangs-Impulsspannung

Spitze-Spitze-Wert kv 10,0 10,0 10,0
Ausgangs-Gleichspannung kV 27,5 27,5 27,5
Ausgangs-Gleichstrom mA 1.7 1,7 T
Fokussierstrom u A 400
Umgebungstemperatur  °C 65 65 65
Betriebswerte
Eingangs-{mpulsspannung

Spitze-Spitze-Wert 9,1 8,6 9.1 8,6 9.1 8,6

Ausgangs-Gleichspannung kV 25 25 25
Ausgangs-Gleichstrom mA 1,5 1,6 1.5
Fokussierstrom, Querstrom « A 300 85 150
Fokussierspannung vV 4,0..53 3,7...56

BG 2000 - 541, - 641

BG 2097 - 542, - 642

VI 7105402

1) Diode Dg nur bei - 641, - 642

vI 05412

BG 2000 - 541, - 641

51405

T

r—— 24e)S —
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Triggerdiode, Kleinthyristoren

Bidirektionale Silizium-Triggerdiode

Typ Kennwerte Grenzwerte MaBbild
Durchbruchspannun 28...36V Spitzenstrom (20 1s) 2A
BR 100/03 Differenz-Spannung’y S5V Verlustleistung (50°C) 150 mw 161

b} Durchbruchspannung — DurchlaBspannung

Silizium-Planar-Kleinthyristoren

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ Unc bei Ia W | Ust  lar + Unkm v Iam i, MaBbild
v A mA v uA v mA A oC
B ary o | = 1 <5 <09 <200 30...400 510 36 125 162
BT 149 <1,35 1 <5 <08 <200 50. . .600 600 15 125 162
2N 881 <15 0.2 <5 <08 <200 200 320 125 163
2N 2329 <20 1 <2 <08 <200 400 1000 125 164

Silizium-PNPN-Planar-Thyristor-Tetroden

Absolute Grenzwerte

Typ Anwendung Kennwerte Ugaao Usakr Iaav 'am  leam| Pt | 0y MaBbild
Vv \' mA A mA | mW | °C
als Vertikal- und Horizontal-
BR 101 Ostzillator in Fernsehemp- By = 50 50 50 100 05 100 | 250 | 150
fangern fry = 300MHz
B, =025..25 165
als steuerbarer Schalter U =14V
BRY 39 (SCS) bei Anzeigenrohren Iy =1mA 70 70 250 25 100 | 275 | 150

und als Klein-Thyristor

MaBbild 161 MaBbild 162 - MaBbild 165
: SOT - 54 JEDEC TO - 72
DIN1BA4
AGK
8056™ " : ;
st | PORA TN S T
b ™ NE - 254
) I P (e
: 4,8 max
fﬁl . I' -
; 52
® mox |
: [l s T . l . L ey i
! ' : n S i = T e
b min ity “ I IJ L : Tem
I} e g w
ol S e LAY
. DerAnschiuBAistmit ~  DerAnschiuB A st mit : Der AnschluB A ist mit
dem Gehduse verbunden. dem Gehduse verbunden. dem Gehéuse verbunden.
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Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik

Gleichrichterdioden mit Metallgehause
e R R T A N e R il

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ') Ir av I rMs IF M I sm Urwm Urrm i Ur bei Ir | MaBbild
A A A A v v °C Y A

BYX 38/ 300 (R) 200 300
BYX 38/ 600 (R) 400 600
BYX 38/ 900 (R) 6 10 50 50 600 900 150 <1,7 20 171
BYX 38/1200 (R) 800 1200
BYX 39/ 600 (R)?) 600
BYX 39/ 800 (R) 9,5 15 100 100 800 175 <2,0 20 171
BYX 39/1000 (R) 1000
gg ga; 300 (R) 200 300

8/ 600 (R) 400 600
BYX 98/ 900 (R) 10 16 75 75 600 900 150 | <hi &)
BYX 98/1200 (R) 800 1200
BYX 42/ 300 (R) 200 300
BYX 42/ 600 (R) 400 600
BYX 42/ 900 (R) 12 20 60 125 600 900 175 <16 20 171
BYX 42/1200 (R) 800 1200
BYX 99/ 300 (R) - 200 300
BYX 99/ 600 (R) 400 600
BYX 99/ 900 (R) 15 24 180 180 600 900 175 <1,55 50 171
BYX 99/1200 (R) 800 1200
BYX 25/ 600 (R)?) 600
BYX 25/ 800 (R) 20 40 440 550 800 175 <1,8 50 172
BYX 25/1000 (R) 1000
BYX 96/ 300 (R) 200 300
BYX 98/ 600 (R) 400 600
BYX 96/ 900 (R) 30 48 400 400 600 900 175 <1,7 100 173
BYX 96/1200 (R) 800 1200
BYX 96/1600 (R) 800 1600
BYX 97/ 300 (R) 200 300
BYX 97/ 600 (R) 400 600
BYX 97/ 900 (R) 47 75 550 800 600 900 150 <1,45 150 174
BYX 97/1200 (R) 800 1200
BYX 97/1600 (R) 800 1600
BYX 56/ 600 (R)?) 600
BYX 56/ 800 (R) 47 75 450 800 800 175 <18 150 | 175
BYX 56/1000 (R) 1000

1) Bei der Version ohne R liegt die Katode am Geh&use, bei der R-Version die Anode.
2) Typenreihen mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten (controlled avalanche), fiir Serienschaltung geeignet.

MaBbild 171 MaBbild 172 MaBbild 173 MaBbild 17: MaBbild 175
JEDECDO -4 JEDECDO -4 JEDECDO -4 JEDECDO -5 JEDECDO -5
mitM 5 mitM 6
3 o5,
PeBg o
| i &1 |
38 | = 95max - 38 = 95max e
25 “ [ :
48 e
- - hmax "'1!!!!!1'" 2‘-3 \ B 'y
18" \ ! Y PRTLES B i |
164 in | 9 o ——y 1 254
max 20,3 203 | i
F 15 i
4 max max | Max |
Wl =t e
32max 4 e 1 : v = max gy
i ey ot Swil- ! LI : = i i
1150 i T nso i i 1150
i 198max 072 198 10,72 10,72
L_J0-320NF max 132 LiNE SW1T ME ;
i VETHIAT T VZTR0im)
w m: :;gi "#&3"‘_ 2
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Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik
Gleichrichterdioden mit Kunststoffgehéuse

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ") IF av IF Rms Ir Rm Ie sm Urwm Uram by Ur bei /| MaBbild
A A A A \" \' °C A A

BYX 49/ 300 (R) 200 300

BYX 49/ 600 (R) 400 600

BYX 49/ 900 (R) 6 9,5 20 40 600 900 150 <23 20 181
BYX 49/1200 (R) _ 800 1200

BYX 72/150 (R) 100 150

BYX 72/300 (R) 10 16 50 100 200 300 150 <1,25 20 181
BYX 72/500 (R) 400 500

') Bei der Version ohne R liegt die Katode an der metallischen Montagefldache, bei der R-Version die Anode.

Schnelle Gleichrichterdioden mit Kunststoffgehduse

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ') leav  lrrms  frRm | lesm | Urww Urrm K Ur bei If tr | MaBbild
A A A A Y " i & V A us

g¥ 229/200 150 200

229/400 300 400
BY 229/600 6,5 10 60 60 500 600 150 <1,85 20 <0,15 182
BY 229/800 600 800
BYW 19/ 800 (R)") 800 800
BYW 19/1000 (R) 7 10 20 40 800 1000 150 <23 20 <045 181
BYX 71/350 (R) ') 300 350
BYX 71/600 (R) 7 10 25 60 500 600 150 <1,25 5 <0,3 181

') Bei der Version ohne R liegt die Katode an der metallischen Montagefldche, bei der R-Version die Anode.

MaBbild 181 ‘MaBbild 182
SOD - 38 ; = JEDEC TO - 220

o i Ly
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Halbleiterbauelemente fur die Leistungselektronik

Schnelle Gleichrichterdioden mit Metallgehause

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ') leav  lrams  leam e | Vs Unrm | @y Us bei I t. | MaBbild
A A A A % \Y 9C % A us
BYV 24/ 800 (R) 800
BYV 24/1000 (R) 14 20 120 150 1000 150 <1,7 20 | <045 183
BYW 25 40 60 600 550 800 150 <1,65 35 | <045 184
1N 3879 (R) 50 50
1 N 3880 (R) 100 100
1N 3881 (R) 6 10 75 75 200 200 150 <14 6 | <02 185
1N 3882 (R) 300 300
1N 3883 (R) 400 400
BYX 507200 (B 7 11 80 g0 | 28 o 150 | <195 20 | <015 | 185
1N 3889 (R) 50 50 _
1N 3890 (R) 100 100
1N 3891 (R) 12 20 140 140 200 200 150 <1,4 12 | <0,2 185
1N 3892 (R) 300 300
1N 3893 (R) 400 400
BYX 30/400 (R)?) 400
BYX 30/500 (R) 14 22 310 250 500 150 <32 50 | <035 186
BYX 30/600 (R) 600
1 N 3899 (R) 50 50
1N 3900 (R) 100 100
1N 3901 (R) 20 30 100 200 200 200 150 <14 20 | <02 187
1N 3902 (R) 300 300
1N 3903 (R) 400 400
1N 3909 (R) 50 50
1N 3910 (R) 100 100
1N 3911 (R) 30 45 125 275 200 200 150 <14 30 | <02 187
1N 3912 (R) 300 300
1N 3913 (R) 400 400
BYV 30/200 (R) 200 200 |
BYV 30/300 (R) 12 20 140 140 | 300 300 | 150 <1,056 10 | <01 185
BYV 30/400 (R) [ 400 400
BYV 92/200 200 200 |
BYV 92/300 40 55 500 500 300 300 | 150 <1,05 35 | <01 187
BYV 92/400 400 400 |
1) Bei der Version ohne R liegt die Katode am Gehéuse, bei der R-Version die Anode.
?) Typenreihe mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten (controlled avalanche), fiir Serienschaltung geeignet.
SEDEC DO -4 SEDEC D624 b
mitM 5
3 -5
48 25 80 |
23
- = Lmax * _—‘ i i._
'.:‘s_tr ) 1 ‘ﬁ(_?
5 ._;;_11 203 : ' ; s
L 2 i ! uo
e 14t Ve T )mdy
; LT ra L)
swn, | | e 838 AN i
4 c_v_,ﬁ“ SW17 il m-z_u::;
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Halbleiterbauelemente fur die Leistungselektronik

Schnelle Epitaxial-Gleichrichterdioden

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ') leav IrrMs  IrRm lFsm Urwm Uram 9y Ur bei I¢ ter MaBbild
A A A A \ A °C \% A ns

gm 29/ 50 50 50

29/100 100 100
BYW 29/150 7 12 80 80 150 150 | 150 <0,85 5| <35 191
BYW 29/200 200 200
B 1 100 100
BYW 30/150 12 20 200 200 150 150 150 <0,85 10 | <35 192
BYW 30/200 200 200
BYW 31/ 50 50 50
BYW 31/100 100 100
BYW 31/150 25 40 320 320 150 150 150 <0,85 20 | <50 193
BYW 31/200 200 200
g‘f“Wv 92/ 50 50 50

92/100 100 100
BYW 92/150 35 55 500 500 150 150 150 <0,95 35 | <580 194
BYW 92/200 200 200
gm 93/ 50 50 50

93/100 100 100
BYW 93/150 50 80 200 800 150 150 150 <0,85 50 | <60 194
BYW 93/200 200 200
gmw 50 50 50

94/100 100 100
BYW 94/150 70 110 350 1500 150 150 150 <085 70 | <60 194
BYW 94/200 200 200
B 32/502) 50 50

32/100 100 100
BYV 32/150 18% 20% 300 150 160 180 150 | <085 5| <35 195
BYV 32/200 200 200

') Die Katode liegt am Geh&use bzw. am Metallboden.
?) Zweifachdiode mit gemeinsamer Katode.
%) fiir beide Dioden, gleichzeitig oder abwechselnd stromfiihrend.

MaBbild 191 MaBbild 192 MaBbiid 193 MaBbild 184 MaBbild 195
=JEDEC TO - 220 JEDECDO -4, mitM5 = JEDECDO -4, mitM 5 JEDECDO - 5, mitM 6 JEDEC TO - 220
i -—"”—ﬁ
e e - i
48 25 11' i r b
- Lmax R & Al g d
P o—* ¥ ,
ol #9.3 ~— 1 254 |
= max 203 3 M max
LMy ES 7
= L) 1 S 3 max 12
iy ol o s i 3 B
i n*su SWi=R T iiha Al (A
. - Q
198max 1972 198 10,72 T ; 7 3 ;
dvs max K[_JMs 4 s [_Jus i =
VE 7200551 : T vemoesa VZ a2ed $1428
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Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik

Schottky-Barrier-Gleichrichterdioden
A T R IR T e i S R R

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ') Ir av IF RMs Ir s M Urwm UrrM o Us  bei  Ir | MaBbild
A A A \ \' °Cc \" A
BYV 19/30 30 30
eV iy 10 14 200 = 30 125 | <06 7 | 19
BYV 19/45 45 45
BYV 20/30 30 30
ML 15 21 300 i > 150 | <06 15 | 197
BYV 20/45 45 45
BYV 21/30 30 30
By a1 28 40 600 25 = 150 | <055 30 | 198
BYV 21/45 45 45
BYV 22/30 30 30
Ak 56 80 1000 > 3'(5) 150 | <055 50 | 199
BYV 22/45 45 45
BYV 23/30 30 30
By aaa 70 110 1500 = - 150 | <055 70 | 199
BYV 23/45 45 45
BYV 33/302) 30 30
DYy oo 20%) 203) 100 g8 ® 125 | <06 7 | 200
BYV 33/45 45 45
1) Die Katode liegt am Geh&use bzw. am Metallboden.
2) Zweifachdiode mit gemeinsamer Katode.
3 fiir beide Dioden, gleichzeitig oder abwechselnd stromfiihrend.
MaBbild 196 MaBbild 197 MaBbild 198 y MaBbild 199 MaBbild 200
~JEDEC TO - 220 JEDEC DO - 4, mitM § JEDEC DO - 4, mitM 5 JEDEC -220
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Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik

Gleichrichter in Briickenschaltung, mit Kunststoffgehduse und Metallboden

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Utr rms loav)  lorm Urp bei g Rihg
\" A A Vv A K/IwW
BY 260/200 140
BY 260/400 280 12175 20 2x1,0 i 4,5
BY 260/600 420
BY 261/200 140
BY 261/400 280 25/18 75 2x1,16 12 25
BY 261/600 420

') bei ohmscher / kapazitiver Last

~ BY 260

‘.22.5,' 764127
max. maxl max
—26,6 - “«ZI-
R 0
BY 261 : Al |
286 |— (&} —

Hochspannungs-Gleichrichter, vorwiegend fiir Rontgenanlagen

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Dauerbetrieb Kurzzeitbetrieb Gehause
Urwv  IFav  Ierm Urwm lFav TeRm Urbei2z A In
kV A A kV A A Y uA

BYX 90 60 02 3,0 65 02 3,0 < 15 <10 | Kunststoff, SOD-18
BYX 91/ 90 E 90 100 <225 impragniertes Hart-
BYX 91/120 120 130 < 300 papierrohr 20 ¢

BYX 91/150 K 150 02 06 165 08 24 <375 <10 | mit Metallkappen

BYX 91/180 K 180 195 <450

Hochspannungs-Gleichrichtersatze
max. Scheitel- max. DurchlaBstrom, OSB..ix
Typ sperrspannung Mittelwert lgay 52 o
URWM in Luft in Ol O—@“@_l_@_-@_e

OSB 9110-4 bis -30 2...15kV A e v

OSM 9110-4 bis -30 2...15KkV 3’500 o4 B

0SS 9110-3 bis -30 3. 30KV (35°C) (100°C) +

OSM . ..

OSB 9210-4 bis -30 2...15kV 5 A 20A —(A) (K)+
OSM 9210-4 bis -30 2...15KkV (35°C) (30°C) = =

0SS 9210-3 bis -30 3...30kV

ad u

OSB 9310-4 bis -30 2.. . 15KV 4A _— vz FNM 2,

OSM 9310-4 bis -30 2...15kV

0SS 9310-3 bis -30 3...30kV (35°C) (65°C) Oi? . -
OSB 9410-4 bis -30 2...15kV 1OA 30A ¥ 6') ________ 6') i
OSM 9410-4 bis -30 2...15kV (35°C) (35°C) - i

0SS 9410-3 bis -30 3...30kV ek o0et RWM

Die Hochspannungs-Gleichrichtersdtze 0S.9110, 0S. 9210 und 0S. 9310 sind mit beidendigen Gewindebolzen sowie mit verschiedenen
Sockeln (als Ersatz fiir Hochspannungs-Gleichrichterréhren) lieferbar:

A beidendig Gewindebolzen
B mit Sockel A 4-18 (Super-Jumbo)

C mit Sockel E 40 (Goliath-Schraubsockel

Die Baureihe OS. 9410 ist nur mit beidendigen Gewindebolzen lieferbar.
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E mit Sockel A 4-29 (Jumbo)
F mit Sockel A 3-20



Halbleiterbauelemente fir die Leistungselektronik

Thyristoren fiir Netzfrequenz-Anwendungen, mit Metallgehduse
R A R S S R i R e o e Sl

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Uorm | MaBbild
Typ I I I I 9 St Sisa Ugt lat aBbi
ARG Y il B Sl s A S N S 7 B N A
BIW 42/ 800R 800
42/ 8
BTW 42/1000 R 10 16 75 150 1000 125 200 50 1.5 50 201
BTW 42/1200R : 1200
BTW 45/ 400R 400
BTW 45/ 600R 600
BTW 45/ 800R 16 25 200 300 800 125 200 100 1,5 75 202
BTW 45/1000R 1000
BTW 45/1200R 1200
BTW 47/ 800R 800
BTW 47/1000R 1000 i
BTW 47/1200R 16 25 150 300 1200 125 300" 200 35 100 202
BTW 47/1400R 1400
BTW 47/1600R 1600
BTW 40/ 400R 400
BTW 40/ 600R 20 32 200 400 600 125 100 100 1,56 75 202
BTW 40/ 800R 800
BTW 92/ 800R 800
BTW 92/1000 R 1000 .
BTW 92/1200R 20 31 200 400 1200 125 300" 300 35 100 202
BTW 92/1400R 1400
BTW 92/1600R 1600
BTW 24/ 600R 600
BTW 24/ 800R 1888
BTW 24/1000 R 1
BTW 24/1200 R 35 55 450 800 1200 125 200%) 300 2,5 100 203
BTW 24/1400R 1400
BTW 24/1600 R 1600
STy soon =
2
BTV 24/1200 R 45 70 500 800 1200 125 200 100 25 100 204
BTV 24/1400R 1400
BTW 23/ 600R 600
BTW 23/ 800R | 1%
BTW 23/1000 R 1
BTW 23/1200 R 90 140 1250 | 2000 1200 125 200" 300 25 150 205
BTW 23/1400R 1400
BTW 23/1600R 1600
') 1000 V/« s auf Anfrage
MaBbild 201 -
Bbild 20
e JEDEC T0- 103, T Yes JEDEC 10 - 94,
mitM 8 mitM12
“n&i" . _i_
] e e e = Kgﬁﬁz_ =
L] = .!.
#9{0 gy . -i-.— | 48 -1
o Te BE9FY 7
K N n
7 o 16,5 o T b
- ; g5 Y39 max e
}gg SW17 i ! _ll:lmm2 . ;‘W i
: 45 J=L 2"2“1- L) rot _Z)
min | ve-zUNE e A L s
}E A - gerade / ’“—vximm G ‘5111?2
l._ =L "_'rﬁi W7
o 4 S e
?&IJ nll:\: :n.f; ER T Ll
;23: max | SW19, ; . _L E%E
B Ll ! ' w7 e
i S
s Tl 2 . i MT A
wan \LymE n M8 ‘ M1z e 1

VAT O



Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik
Thyristoren fir Netzfrequenz-Anwendungen, mit Kunststoffgehduse

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ lrav  raus am | frsm | JORM by Sukit  Sikit Uar lar | MaBbild
RRM
A A A A \ °C Vius Alus A mA
BT 151/500 R 500
BT 151/650 R 75 12 65 100 650 110 50 50 1,5 15 21
BT 152/400R 400
BT 152/600 R 13 20 200 200 600 115 200 200 1,0 32 211
BT 152/800 R 800

Schnelle Thyristoren fiir Mittelfrequenz-Anwendungen, mit Kunststoffgehduse

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ lrav frams ftem | lrsm | Uprm  Uram| O Sukit  Sikrit tq | Uar Ist | MaBbild
A A A A \ v €® Vius Alus us v mA
BT 153 4 6 30 40 500 500 110 200 200 <20 2,5 40 211
BT 154 5 8 60 750 - 110 200 60 <48 25 40 211
LB 95 15 g0 | 110 | 0 - 110 <12 | 20 100 211

Schnelle Thyristoren fiir Mittelfrequenz-Anwendungen, mit Metallgehause

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ lravty lrems  lem | lrsm | Uorm  Urem | 9y Sukrit  Stkrit ty | Ust  lat | MaBbild
A A A A v Vv °C Vi,:s Alus us v mA

BTW 30/ 800 RS 800 800

BTW 30/1000RS | 16 24 150 150 1000 1000 125 200 100 <15 25 200 212
BTW 30/1200 RS 1200 1200

BTW 31/ 800 RW 800 800

BTW 31/1000RW| 22 31 240 240 1000 1000 125 200 100 <20 25 200 212
BTW 31/1200 RW 1200 1200

BTW 33/ 600R 600 600

BTW 33/ 800R 80 110 750 1500 800 800 125 200 100 <25 25 150 213
BTW 33/1000R 1000 1000

') bei rechteckformigem Stromverlauf mit Vi = 0,5
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Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik

Schnelle GTO-Thyristoren (GTO = Gate turn off)
O SN B PO 20,1 1) 0 ORI 55 1 3 0 i

Absolute Grenzwerte - Kennwerte
Typ lrav  ltrm | frsm Ubrm |[ b Su krit Ur bei h Ugr ot tr | MaBbild
A A A vV °C kV/us A A v mA ns
BT 157/1300R 1300
BT 157/1500 R » 10 20 1500 | 120 10 <30 25 | 15 200 (<250 211
BTV 58/ 600R 600
BTV 58/ 850R 10 25 75 850 120 10 <1,8 5 1,5 200 | <250
BTV 58/1000R 1000
211
BTW 58/1000 R 1000
BTW 58/1300R 6,5 25 50 1300 120 10 <3,0 L5 1,5 200 | <250
BTW 58/1500 R [ 1500
BTV 59/ 600R 600
BTV 59/ 850R 15 50 100 850 120 10 <1,8 15 1,56 250 | <300
BTV 59/1000R 1000
214

BTW 59/1300R 1300 |
BTW 59/1500 R 12 50 90 1500 120 10 <3,0 10 1,5 250 | <300

MaBbild 212 MaBbild 213 : MaBbild 214

JEDECTO - 48, mitM 6 JEDEC TO - 94, mit M 12 JEDEC TO - 238

~eflbmaxa— : - 38,6 max
: L%‘ i ¥ : ' e 6,43
$ e R e LI
| | !
(] } e o,
B3 |

AR

8
35
g
B
LT

£
H
3

_Lg '

5
El
:

A
o Lme
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Halbleiterbauelemente fiir die Leistungselektronik

Triacs (Bidirektionale Thyristoren) mit Metallgehduse

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ It rms FRMm Irsm +Uprwm ity Sukrit bei —di/dt Ugt lgT MagBbild
A A A A °Cc Vius Alms \' mA
BTW 43/ 600 G 600
BTW 43/ 800G 800 10 5
BTW 43/1000 G 1000
BTW 43/1200 G 1200
15 50 120 125 25 100 221
BTW 43/ 600 H 600
BTW 43/ 800 H 800 10 12
BTW 43/1000 H 1000
BTW 43/1200H 1200
BTX 94/ 400 H 400
BTX 94/ 600 H 600
BTX 94/ 800H 800 30 25
BTX 94/1000 H 1000
BTX 94/1200 H 1200
25 100 250 125 3,0 150 222
BTX 94/ 4004 400
BTX 94/ 600 J 600
BTX 94/ 800J 800 30 50
BTX 94/1000 J 1000
BTX 94/1200J 1200
BTW 34/ 600 G 600
BTW 34/ 800 G 800
BTW 34/1000 G 1000 30 25
BTW 34/1200 G 1200
BTW 34/1400 G 1400
BTW 34/1600 G 1600
55 300 400 125 25 200 223
BTW 34/ 600 H 600
BTW 34/ 800 H 800
BTW 34/1000 H 1000 30 50
BTW 34/1200 H 1200
BTW 34/1400 H 1400
BTW 34/1600 H 1600
MaBbild 221 MaBbild 222 ' MaBbild 223
JEDEC TO - 64 JEDEC TO - 48 JEDEC TO - 103
mitM 5 .
—=i761 :
19 . 1
o FIM . G ’E 103
093 Tk fiile 2 l
max 128
max
SW ‘ ) max l
el J ngo
=0 ; - 2BUNF ik
die! g i W TI000.0

s

Ay
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Halbleiterelemente fur die Leitungselektronik

Triacs (Bidirektionale Thyristoren) mit Kunststoffgehduse

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ It RMS ITrMm Irsm 2 Upr M ity Sykit bei —dl/dt Ugt laT MaBbild
A A A Vv <G V/us Alms Y mA

BT 136/500 500
BT 136/600 4 25 25 600 120 10 1.8 1,5 35 224
BT 136/800 800
BT 137/500 500
BT 137/600 8 55 55 600 120 10 3,6 1.5 35 224
BT 137/800 800
BT 138/500 500
BT 138/600 12 90 90 600 120 10 54 1,5 35 224
BT 138/800 800
BT 139/500 500
BT 139/600 16 115 115 600 120 10 1.2 1,5 35 224
BT 139/800 800

MaBbild 224

JEDEC TO - 220

- e
: l- R | 1,:_-] 2 s
9@?‘4_ Faar Haed
Tl s
a l
U Tz
Ay G____i
Aot Damax

Standard-Kuhlkorper fiir Gleichrichterdioden, Thyristoren und Triacs

Warmewiderstand (K/W)
Besicinng bei natiirlicher bei forcierter L Typ
nach DIN 41 882 Kiihlung Luftkiihlung, 5 s Bolzengewinde
K15 <14,5 3,0 10-32UNF 2 A 56 268
K9 <90 20 10—32MUglF 2A gg ggg
1/4-28 UNF 2 A 56 253
K3 28 0,7 M5 56 348
M6 56 312
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Halbleiterbauelemente fur die Leistungselektronik
Thyristor-Module, mit Kunststoffgehause und Metallboden

A 66

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ It av Irrms | frswm UDWM Uorwm Sukit  Sikrit Ur bei It Ugt lat
A A A |REm VY| Vies  Alus v A |V mA
BGX 11/ 600TT | 400 600
BGX 11/ 800TT | 600 800 200
BGX 11/1200 TT N 25 50 400 | 800 1200 150 <1,6 60 1.5 80
BGX 11/1200CTT 800 1200 1000
BGX 11/1400 CTT : 800 1400
BGX 12/ 600TT | 400 600
BGX 12/ 800TT 600 800 200
BEXA2/1200TY 40 75 700 & 1200 100 0 100 2,0 100
BGX 12/1200 CTT 800 1200 1000
BGX 12/1400 CTT 800 1400 .
BGX 13/ 600TT 400 600
BGX 13/ 800TT 600 800 200
BGX 13/1200TT 50 80 1000 800 _1200 100 <1.65 150 15 150
BGX 13/1200CTT 800 1200 1000
BGX 13/1400CTT 800 1400
BGX 14/ 600TT 400 600
BGX 14/ 800TT 600 800 200
E_X1_411200'!T— 55 95 1350 800 1200 100 <1,75 175 1,5 150
BGX 14/1200 CTT 800 1200 1000
BGX 14/1400 CT1 800 1400
BGX 15/ 600TT 400 600
BGX 15/ 800TT 600 800 200
BGX 16/1200TT 65 110 1500 ) e 100 <1,45 150 1,5 150
BGX 15/1200 CTT 800 1200 1000
BGX 15/1400 CTT 800 1400
BGX 17/ 600TT 400 600
BGX 17/ 800TT 600 800 200
< BGX 17/1200TT 90 140 1750 800 1200 100 <1,55 250 1,5 150
BGX 17/1200 CTT 800 1200 | 3000 |
BGX 17/1400CTT 800 1400 |
g ALl / M5x 10
5 1 B 8 a f—es
o b el s [ LSS b T Gl
Ot 36
(ATK2) (K1) (a2) : ~ g
. vZmos? GRL 30 :
|| 24
15 oo 20 oo 20 13 2 G2
{ | |
B f\—ft
20 \u P @" ' s j
/ 1 l [ . ! : 5.5 min
1 ' 2 i G‘ . %
L 5 i
92

¢



Mikrowellen-Halbleiterbauelemente

Gunn-Effekt-Elemente fiir Mikrowellen-Oszillatoren
R e At A IO R 1 11 i 3,236, AU

Typ Frequenzbereich Ausgangsleistung Spannung Strom MaBbild
CXY 11A 8(> 5 mw

CXY 11B 8...12GHz 12 (>10) mwW 7V 120 mA 231
CXY11C 20 (>15) mW

CXY 14 A 8(> 5 mw

CXY 14B 12...18 GHz 12 (>10) mW 7V 120 mA 231
CXYy 14C 20 (>15) mw

CXY 19 >100 mW 450 mA

CXY 19A 8...12GHz >200 mwW 12V 450 mA 231
CXY 19B =300 mW 650 mA

CXY 21 8...12GHz > 50 mW 95V 210 mA 231

Impatt-Dioden fiir Mikrowellen-Oszillatoren

Typ Frequenzbereich Ausgangsleistung Spannung Strom MaBbild
BXY 50 8...10GHz >500 mW o0V 135 mA 232
BXY 51 10...12GHz =400 mW 8oV 120 mA 232
BXY 52 12...14 GHz >300 mwW 70V 120 mA 232
BXY 60 6... 8GHz >650 mW 120V 125 mA 232

Mikrowellen-Rauschdiode
I T B S G W B OB 15 1 .1 A s e 1 OB O AR

o’“ VE 20188

Grenzwerte Kennwerte
In P U C Ir F 7
Typ beiln = 5 mA bei Ug =6V bei Up =6V MaBbild
mA W V pF u A dB
BAT 31 40 1 17 -22 04-08 <0,1 34 233
MaBbild 231 MaBbild 232 - MaBbild 233
SOD - 31 'SOD - 31
el btmara— = :
: 5 e 22l g0+l 183
e i et
I ~ 8% = e i :
! ; : : 5 83 =
i - n et B30 @ [Hen=a —-H—-—10s O
'?fb‘@flf"'-;'_"_'@'ﬁ ‘f'tg . E? A K)o ?
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Mikrowellen-Halbleiterbauelemente

Varaktordioden fiir Frequenzvervielfacher
R S R R R T T e R

Grenzwerte Kennwerte Betriebswerte
Typ Ur P fg - C P, P, fy f) MaBbild
2 - bei %RHj 6V | bei USF- 6V " " aH -
Silizium-Planar-Epitaxial-Varaktordioden
BAY 96 120 10 > 34 | 28 -39 25 ‘ >15 0,15 0,45 241
i W | 2| 2l |k | ) s k| & 242
1N 4885 150 10 | >34 28 - 39 241
Ne 75 5 | >65 50-75 12 > 6 1 2 2ae
1N 5155 35 3 >100 1,0-30 5 > 2 2 6 242
IN5157 | 20 25 >180 06-10 2,6 = 5 10 242
Galliumarsenid-Varaktordioden
CAY 10 6 0,05 240 04 242
CXY 10 6 0,05 350 0.4 244
CXY 12 10 03 | 500 | 025 244
Mikrowellen-Detektordioden

Typ Art fir Frequenzbereich Rauschzahl ZF-lmpedanz MaBbild
AEY 29 (R) ) 12...18 GHz 3004 245
Ge-Detektordioden
AEY 31 (A) 1...18 GHz 9,5dB 3002 246
BAV 46 1...18 GHz 10 dB 8500 247
Si-Schottky-Barrier-
BAV 75 Detektordioden 8...12GHz 10 dB 3108 242
BAV 97 1...18 GHz 10 dB 5000 246
MaBbild 241 MaBbild 242 MaBbild 243 MaBbild 244
JEDEC DO - SOD - 31 SOD - 43 SOD - 46
- 31,8 max ’;m__'ﬂ_,o..,m_.q W oh e AT 127
pLi 152" T wes T 8us
08 ; —lpasal-
iy bl e e LS ! :
10-32UNF-2A = o i 2 | | o : i Suth | K i f
1 O 3:2max |0 i :l ]"‘ i 1 i 1y
i e e%&ag S | | m T Pl e i R : s
S R L + L s =2 Ll e
111 . -v:":r ; _.__5.1'.552_. v_mu'n ! T T
MaBbild 245 MaBbild 246 MaBbild 247
SOD - 49 SOD - ~ JEDEC DO - 23
$150 : y bl
B ; 160 | 200 180 ! :
! he 1 szt veo sz Y 1,88 239
o L — — P | et ] P 3
* = 22 159 1 ise
o o B 822 o8 o) o
i [ 08 T ; —8—ra
| R -——“:- —f 038 3B e 457"
1867 vrmam 3.'325 2%2&25 ig:':ll ”":;
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Mikrowellen-Halbleiterbauelemente

Schottky-Barrier-Mikrowellen-Mischdioden
R A S S T R e S R S R

Typ fiir Frequenzbereich Rauschzahl ZF4mpedanz Irbei0,5V Ir bei 0,5V MaBbild
BAT 10 ; 7 dB 500 0 251
BAT 11 REZake 6.5dB 3200 252
BAT 39 6 dB
BAT 30A 1...18 GHz 7 dB 3500 7 mA <2uA 253
BAT 50 (R) 8...12GHz 6,2dB 400 0 7 mA 3uA 254
BAT 51 (R) 7 dB
BAT 52 (R) 12...18 GHz 8 dB 3500 7mA <0,2uA 255
BAT 59 26...40GHz 8,5dB 1000 2 2mA 2uA 253
BAV 22 (R) bis 12 GHz 7 dB >3002 254
shvies X

7
BAV 96 C 8...12GHz 6.5 dB 3000 256
BAV 96 D 6 dB
BAW 95D T.g gg
BAW 95E 15
BAW 95 F 8...12GHz 6.8 dB 4150 257
BAW 95 G 6,3dB

Varaktordioden fiir Abstimmzwecke, fiir Frequenzen bis 10 GHz
D IS R 0 S I TN S SRRl L Sl

Grenzwerte Kennwerte
Typ Ur I Ir (uA) C (pF) Cbei60V MaBbild
Vv mA bei Ug =55V beiUg=4V Cbeid4V
BXY 53 08-1.2 >4,0
BXY 54 60 100 <1 3,7-57 >6,5 258
BXY 55 12-18 >7,0
MaBbild 251 . MaBbild 252 MaBbild 253 'MaBbild 254
as i Qi SOD -42
: TS [y DAL e l"\_‘-’_/"‘j 2 ]
10 : - B ) £k
T—t—-' et t L ; _1 ,E:n 9250 ;2565
] | . g T
M 1 ! ; |
3 W}j - e+
; : 0356 o] M4z 132 | 180 132 ra2 | e e
17 1022 T
S T AJ el e e i 216 ' '
e e 19052007 —»f wrom RS i o l-1® ",m
: ix s
MaBbild ass MaBbild 256 MaBbild 257 258
SOD-49. SOD - 50 - JEDECDO - 22 SOD - 31
: : P i R L ek S )
L3 o iy 1 B e 1 stz a.:s e 2 e N e B
559 Lo i J—1,4086 jL80 s P fem E S| s 2 max - i
s ; : - 1ors s 822 G159 a2 sl el g L [
 FEsll 241 : -1 max TS| TR S T _r_ 5
i g T g f ; 506, Y | ¥
Slanls 0,15 l- 8&% %%__ i % k%0 o7 4,57 e .$ o 1o '!..Lp.l
| 19,43 in : : ‘532 i It s max ™ ™ -‘j i
. wawn L p——— _._-—_—ﬁ e . L.
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Halbleiterbauelemente fur die Optoelektronik
Silizium-Fotodioden

-

Maximum der Grenzdaten
wirksame spektralen
Typ Gehduse Flache Empfindlichkeit Ur Ptot i
mm? nm v mw °C
BPW 50 Kunststoff 50 900 32 150 100
Ber ot ~TO-5 mit Glasfenster 6,75 850 & 325 125

Silizium-NPN-Planar-Fototransistoren

-

) Grenzdaten
wirksame
Typ Gehduse Flache Uceo lem Phot N Rihu
mm? Vv mA mwW €©C Kimw

BPW 22 A .. 1) Kunststoff 50 50 100 100 0,75
BPX 25 TO-18 mit Glaslinse

32 200 300 150 04
BPX 29 TO-18 mit Glasfenster
BPX71..") Metall/Keramik mit Glaslinse 0,1 50 50 50 150 20
BPX72.." ~ TO-18 mit KunststoffverguB 0,1 30 50 180 125 0,55
BPX 95 C..") Kunststoff 0,1 30 50 100 100 0,75

') nach Hellstrom-Gruppen unterteilt ‘
MaBbild 261 MaBbild 262 MaBbild 263 MaBbild 264
~JEDEC TO - 18
- 40 ._-/-wmwwlhd-

32 ! Vi = !
8 i
e ;::& he nicht 048

liche Flache

G-

15min

AT70

e 17N
#Bezugslinie




Kennwerte beiit ;= 25°C
Dunkelstrom Hellstrom Leerlaufspannung MaBbild
Iro bei Ug In bei Ug und E Uo bei E
<30 nA 10V 45u1A 5V 1 mW/cm? 261
<30 nA 7001 A 5V 1000 Lx
Py 10V 451A BV § miWior? 365 mV 1000 Lx 262

Kennwerte beiil; = 25°C
Dunkelstrom Hellstrom Schaltzeiten MaBbild
lco bei Uce le bei Uce und E t, t;

< 0,14A 30V >1,5mA 5V 1 mW/cm? 3us 3us 263

>5 mA < 3us < 4us 264
< 0,5¢A 24V 6V 1000 Lx

>250uA < 5us < 8us 265
< 25nA 30V >4 mA 5V 20 mW/cm? <30us <20us 266
< 0,14A 20V >0,85 mA 5V 1000 Lx <20 us <20us 267
< 01nA 20V >3 mA 5V 1 mW/cm? 3us 2us 268

MaBbild 265 ; MaBbild266  MaBbild267  MaBbild 268

~ JEDECTO-18 ; : . ~JEDECTO-18
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Halbleiterbauelemente fur die Optoelektrik

Lumineszenz-Dioden fiir den sichtbaren Spektralbereich (rot, griin, gelb) :

Kunststoff-Gehause Grenzdaten

Typ UR Ie Pmt il H[h u

Farbe, Art Querschnitt v mA mw °C K/mwW
cQT 10 5mmx 3 mm 30
cav 60 rot, diffus
caQv 61 grin diffus 5mmx 1 mm 30
cav 62 gelb, diffus
caw 10 rot, Front diffus
Ccaw 11 griin, Front diffus 5mmx 2,5 mm 5 20 60 100 0,75
caw 12 gelb, Front diffus
caw 24') rot, diffus 5mm @ 60
ggw gl rot, diffus 3mmg@ 5 %8 1?8 100 ggs ‘
cax 10") rot, diffus
cax11’) griin diffus 5mm x 2,5 mm 5 30 120 100 0,625
cax 12" gelb, diffus
CcQx 24") rot, klar 5mm @ 60
cax 51’ rot, diffus 5mm @ 3 20 60 100 0,75
CQXx 54 farblos, klar 5mm @ 5 20 60 100 0,75
CQX 55
ot rot, diffus 5mm @ 5 30 120 100 0625
cQxss8
CQXx 64 farblos, klar 5mm @ 5 20 60 100 0,75
CQX 65
caXos griin, diffus 5mm ¢ 5 30 120 100 0625
CcQx 68
cax 74 farblos, klar 5mmg@ 5 20 60 100 0,75
CcQx7s ‘
i gelb, diffus 5mm @ 5 30 120 100 0625
cax7s
cQy 24B") 5mm ¢

rot, diffus 3 50 100 100 0,625
cay 54') 3mm ¢
cay 94') 5mm @

griin, diffus 3 20 60 100 0,75
cay 95") 3mm @
cay 96') 5mm @

elb, diffus 3 20 60 100 0,75

cay 97') ¢ 3mm @

') nach Lichtstarke-Gruppen unterteilt

MaBbild 270 : MaBbild 271 i MaBbild 272

oy L
; Fideha nicht pion
12 i Flache nicht plan : T e ’-—mm-—v R_ :
PR sy \~ [N ¥ r Tk N el &
x—| ? a 5;:— —r '_.‘ ]
25 it : ?‘,5. " f z P s S
ll = b L' ) :
M T? - Hitwin %
4—|‘. i it ot i
: - Bazugalinie e % I =
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Wellenlange Kennwerte bei g = 25°C
Material Leucht- h A4 Symbol Ur bei I ! )} MaBbild
farbe nm nm Vv mA mcd
rot/griin | 630/560 [] 2,1 10 1 270
GaPAs/GaP rot 630
GaP grin | 560 l 21 10 1
GaPAs gelb 590
GaPAs/GaP rot 630
GaP griin 560 |:| 21 10 >05 271
GaPAs gelb 590
GaAlAs rot 650 1,75 10 >75..>15 272
GaPAs/GaP 630 O 2.1 >1,6
) GaAlAs rot 650 175 10 S7's 273
GaPAs/GaP rot 630 45
GaP grin | 560 30 [ 2,1 10 >07.. >3 274
GaPAs gelb 590 40
GaAlAs rot 650 - 1,75 10 >40, >60 272
GaPAs/GaP | rot 630 45 R 10 >1,6..>5 272
GaPAs/GaP | rot 630 O 2.1 10 >15 272
m] 275
GaPAs/GaP | rot 630 45 é—]\: 2.1 10 >07 %;?
= 278
GaP griin 560 O 2.1 10 >15 272
u 275
GaP grin | 560 30 3 2.1 10 >07 27
i 278
GaPAs gelb 590 O 2,1 10 >15 272
' O 275
GaPAs gelb 590 40 % 2.1 10 >0,7 i
2 278
>0,7..>83 272
GaAsP rot 650 20 &) 1,7 20
>0,3.. >1,6 273
>0,7.. >3 272
GaP griin 560 30 O 2,1 10
>0,3.. >1,6 273
>0,7.. >3 272
GaPAs gelb 590 40 @) 2,1 10
>03..>1,6 273
MaBbild 273 riﬁ_.' : g MaBbild 274 ; MaBbild 275 MaBbild 277
i f o317 ' 308 . S Bz
ot 1258 ; max™]_ g 575 i
: I i 3 ; I 5:1 5 ] %g B | 035 e : ; 164 % i
i s i - e
’ ; ’?‘g'lw l .%_:’_’l o MaBbild 276 MaBbild 278
LA 155 T 1 :
o U || i H——"H.“ . SR
s ey T e
. 250 " Tk 2545 @ i
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Halbleiterbauelemente fur die Optoelektronik

GaAs-Lumineszenz-Dioden fur den Infrarot-Bereich '

Grenzdaten
Typ Gehéuse Anwendung Ur Ig lem Piot iy Rinu
v mA mA mwW °c K/mw
. Infrarot-
cQy 49C TO-18 mit Linse Strahlungsquelle 2 100 1000 150 125 0,665
Metall/Keramik
cQy 52 mit Glaslings 2 100 500 150 125 0,665
3 — Lochkarten-Leser
CQyY58A..") Kunststoff 5 50 200 100 100 0,75
cay 89A..") Kunststoff Fernbedienung 5 130 2500 215 100 0,35

'Y nach Strahlungsintensitats-Gruppen unterteilt.

Optoelektronische Koppelelemente
S T A e SR S e T I SR R e |

Grenzdaten
GaAs-Diode ' Si-NPN-Fototransistor
Typ - +
I P iy Rinu Uceo I P iy Rihu

mA mw °c Kimw | \ mA mw °C KimW
oy 50 100 100 0,75 30 25 100 100 075
S 100 200 125 05 30 100 200 125 05
CNX 38 - 100 150 125 0,65 80 100 200 125 0,5
CNX 431) 100 200 100 0,5 30 100 200 100 0,5
g 100 [150] 125 033 35 100 [150] 125 033 ‘
CNY 62 50
CNY 63 100 150 125 0,65 30 100 200 125 0,5

1) mit Darlington-Transistor
MaBbiid 283 Mabild 284 MaBbild 285

A74



Kennwerte beiilg = 25°C
i Ak Ur bei Ig t,, ty Strahlungsintensitat MaBbild
nm nm \ mA us mW/sr bei Ir (mA)
930 50 1,3 50 0,6;0,35 5 50 282
930 40 1,3/2,3 50/500 0,6; 035 0,45 20 283
930 50 1,2 20 0,003 ; 0,003 >1 20 284
930 50 1,4/2,4 100/1500 >9 100 285

Kennwerte bei g = 25°C
GaAs-Diode Si-NPN-Fototransistor Koppelelement MaBbild
Ug bei Ig Ico bei Uce Ie/le [ Ck lis Uis
v mA nA \ us pF Q v
1.2 10 < 50 10 >0,2 3 10 | >10'° 10KV ggé
|
1,15 10 < 50 10 204 3 06 | >10° 4400 203
>0,8 [
1,2 10 < 50 10 07 3 06 | >10'° 4300 293
1,15 10 <100 10 >200 0,6 >10'0 4300 293
>0,25 11
' 1,15 10 <100 20 204 5 1,0 >10 | 1000 294
>0,25 3 10 | 5300
1,2 10 <100 10 205 5 06 >10"0 | 4300 295
_ Magbild203 MaBbild 294
: oo SR .. - : : :
‘&*‘H- B e " A N
i _- T PG TS A
e P
! _w:gf,-l_lul S v
' i ' e e A Sttt
- [ — 1 é — 1
» =i
: - RIS
=3 / l 2‘¢__'__§'é—§“ B6max-w-e12minm  wxman
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Halbleiterbauelemente fur die Optoelektronik

GaAlAs- Lumineszenzdioden fiir die Lichtwellenleitertechnik
PR R e R e i R e N T e

Typ cQx 62 cCQx 63
Strahlungsintensitat

beilr= 50 mA >300 uWisr >150 uWisr
Wellenlange 830 nm
Bandbreite 30 nm 50 nm
Anstiegszeit < 40ns < 15ns
Abfallzeit < 40ns < 15ns
Spannung bei |l =100 mA 1.8V
fiir Lichtwellenleiter-
Kerndurchmesser 200um

Silizium-PIN-Fotodiode fiir die Lichtwellenleitertechnik
R R R A P T R S N T R e

Typ BPW 44

Empfindlichkeits- e

Maximum bei Wellenldnge 830 nm e o

Empfindlichkeit 0,4 AIW

Anstiegszeit <1ns

Dunkelstrom <200 pA

fur Lichtwellenleiter-

Kerndurchmesser 200 um —eta—127min -
AlGaAs-Laserdiode

Typ caL 10
Strahlungsleistung 5mwW . ;
bei Wellenlidnge 780 nm e x .
Bandbreite 4 nm g 68 a8k
Wirkungsgrad >1% g
= R
57 37 min
l__,“_*—-i‘
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Halbleiterbauelemente fiir die Optoelektronik

Infrarot-Detektoren

‘ Empfindlichkeits- Betriebs- strahlungs- Zeit- Detektivitat
Typ Bereich Maximum temperatur | empfindliche Widerstand konstante *
Flache 0 (“max. 800,1)
um um K mm x mm us cm- Hz”2 - w!
Indiumantimonid (InSb)
ORP 13) 60x 05 2 ... 605k . } ~5 55- 1019
RPY 31 : 40x 4, 1 ... 0 ~5 4010
RPY 352 sichtbar...56 53 7 40% 40 1. 5k0 ~5 40-10'°
RPY 512) 0,5x05 12...35ke | <4 9,0- 10'°
Bleisulfid (PbS)
61SV (7634) sichtbar...3,5 22 - 4,0-10'°
62V sichtbar...35 25 205(195 | 60x6.0 1 ... 4MQ 75 6.0 10'°
Triglyzinsulfat (TGS) Infrarot-Detektoren aus diesen Materialien sind nach Sonder-

spezifikationen lieferbar.

Cadmium-Quecksilber-Tellurid

Keramische pyroelektrische IR-Detektoren mit eingebautem FET-Vorverstarker

Empfindlichkeits- Betriebs- strahlungsempf. Empfind- bei Wellen-
Typ Bereich temperatur Flache lichkeit lange
um K mm x mm VIwW um
RPY 86 '. 65...14 2% 600 10
RPY 87 1 w15 298 2x1 500 6
RPY 88 65...14 2x2 300 10
RPY 89 g R L 2x2 250 6
RPY 933 65...14 298 2x2x0,75 700 10
RPY 96 65...14 208 2x1 130 10
1) Kiihlung durch fiiissigen Stickstoff 2) Kiihlung durch fliissigen Stickstoff oder Joule-Thomson-Kiihler %) Doppelelement
CdS-Fotowiderstande

) ) Grenzdaten Kerndaten
T Licht- wirksame
P einfall Fliche Us [ Dunkel- Hell-
Jy=25°C widerstand widerstand  bei E
\' mwW MQ Q Ix
LDR 03 (ORP 12) | frontal 150 200 (40°C) > 10 75...300 1000
LDR 05 (RPY 30) | seitlich 150 200 (40°C) > 10 75...300 1000
LDR 07 seitlich 150 200 (40°C) > 10 75...300 1000
ORP 60 frontal 2 mm? 350 70 >200 75k0 50
ORP 61 seitlich 2  mm? 350 70 >200 75k 0 50
ORP 62 seitlich 5 mm? 350 100 >150 60k 0 50
ORP 69 seitlich 1,25 mm? 350 100 >100 | 46kQ 50
| RPYS8A - 2 350... 1400

RPY 58 B seitlich 0,25cm 50 100 > 0,2 350 .. 700 50
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Silizium-Temperatur-Sensoren

Widerstandswert Temperatur- MeB- Maximaler
beilp=1mA Koeffizient temperatur- Strom
Typ und ¥ = 25°C bei #,;=25°C bereich bei 25°C Gehause
Ras TKg O Ip max
KTY 81Al 9800+ 1%
KTY 81BI 1000 2+ 1%
Kunst-
KTY81ClI 102002+ 1% 0,75%/K -565...+150°C 10 mA stoff,
SOD-70
KTY 81BII 1000 2+ 2%
KTY 83Al 9800+ 1%
KTY 83B| 10002+ 1% ‘
KTY 83ClI 10200+1% 0,75%/K -55...4+175°C 10 mA Glas, DO-34
KTY 83BII 10000 + 2%

KTY 81 . S KTY 83

o e . . J,,#f_E;W“* ]
e : L : T _‘m__lm‘_gnl"gﬁ |

VI T20266.1

ﬁ{]L
i

“'1
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Flissigkristallanzeigen

Symbol- Abmessungen
LCD-Standardtyp Anzeige (reflektiv Silber) hohe der Glasflache
mm mm X mm
382040-40115/01
A [
-I-B 88 8 80 380x 203
B '] . .
382040-40115/02
1 A 10
513031-30015/11 ") s:" i 8 12,7 50,7 x 304
513040-30115/11) ‘8 BS 8 12,7 507x 304
703060-30115/11") 8 8888 BJ 12,7 69.8x 304
- 1
703831-30015/11") 1; ] 8.8 B 17.8 69.8x 38,0
sar LLN:LN,
703840-30015/11") B 288 ] 17.8 69.8x 380
813850-30015/01 BRAS A 180 81,1x 380
943080-30115/11) I EB 88 2.8 E\ 127 923x 304
7610110-30015/11") B 76,0 762 % 101,6
Allgemeine Daten Endziffer 1 Endziffer 2
Betriebsspannung (Effektivwert) 45(3...6)V 45(3...9V
Optimale Betriebsfrequenz 32(30...100) Hz 32(30...100) Hz
Umgebungstemperaturbereich -10...+60°C -25...4+60°C
Schaltzeiten:  Einschaltzeit 120 ms 60 ms
Abschaltzeit 230 ms 50 ms

1) Lieferung erfolgt mit AnschluBleisten zum direkten Einléten, Raster 2,54 mm
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Bedeutung der Formelzeichen

B Gleichstromverstarkung Iy Haltestrom Ring Waérmewiderstand Ugkk Sperrspannung
in Emitterschaltung zwischen Sperrschicht Katodengate/Katode
Ik Katodenstrom und Gehause(boden)
C Kapazitat Ugkko Spannung
Im Hoéchstzulassiger Rinu Warmewiderstand Katoden-Steuer-
Ck Koppelkapazitat period. Spitzenstrom zwischen Sperrschicht anschluB-Katode
und Umgebung
Cp Sperrschichtkapazitat loay Ausgangsstrom, Ugaao Spannung
arithm. Mittelwert Ibsein DurchlaBwiderstand Anoden-SteueranschluB-
D Detektivitat Anode
lorm Ausgangsstrom, period. rpgaus Sperrwiderstand
E Beleuchtungsstarke Scheitel- bzw. Spitzen- Ugs Gate-Source-Spannung
wert g innerer Isolations-
E.p  Bestrahlungsstarke widerstand eines Ugt  Zundspannung, oberer
fur Nichtziindung losm Ausgangs-StoBstrom, Koppelelementes Streuwert
Scheitelwert einer sinus-
Eer Bestrahlungsstarke formigen Stromhalb- e Gleichstrom-DurchlaB-  Ujg Prifspannung fiir
flr Zindung welle bei 50 Hz-Betrieb widerstand von Dioden Isolation
F Rauschzahl lgk 0 Katodengate- ry Dynamischer Wider- Up Abschniirspannung
Dunkelstrom stand im Durchbruchs-
f Frequenz gebiet Ur Sperrspannung
In Sperrstrom
for Grenzfrequenz s Empfindlichkeit i Urwm Sperrspannung,
Ino Dunkelstrom einer Spitzenwert
fr Transit-Frequenz Fotodiode Sikrit  Kritische Stromsteilheit
Urrm Sperrspannung, period.
IgR Durchbruchstrom In Sperrstrom Sukrt Kritische Spannungs- Spitzenwert in Sperr-
steilheit richtung
Ic Kollektorstrom It DurchlaBstrom
tgt Ziindzeit Urwwm Sperrspannung, period.
lcay  Kollektorstrom, Itay  Dauergrenzstrom Scheitelwert
arithm. Mittelwert tq Freiwerdezeit
Itrm DurchlaBstrom, period. Ut DurchlaBspannung
lcm  Kollektorstrom, Scheitel- bzw. Spitzen-  t,, Sperrverzogerungszeit
Scheitelwert wert (reverse recovery time) Uy, gums Transformatorspannung,
Effektivwert
Iceo  Kollektorreststrom Irrms DurchlaBstrom, Ug Betriebsspannung, Uz Spannung im Durch-
bei offenem Emitter Effektivwert Speisespannung bruchsgebiet
Ico Dunkelstrom ltsm StoBstrom-Grenzwert Upatt Batterie-(Speise-) Vo Leistungsverstarkung
Scheitelwert einer spannung
Ip Drainstrom sinusformigen Strom- Y21e  Vorwiértssteilheit (Trans-
halbwelle bei 50 Hz- Ugr  Durchbruchspannung mittanz) in Emitter-
Ipss Drain-Source- Betrieb schaltung
KurzschluBstrom Ueg  Kollektor-Basis-
Iz Strom im Durchbruchs- spannung Yo1p  Vorwartssteilheit (Trans-
Ig DurchlaBstrom gebiet mittanz) in Basisschal-
Ucgo Kollektor-Basis- tung
Ir ay  DurchlaBstrom, Iz oy Strom im Durchbruchs- Spannung bei offenem
arithm. Mittelwert gebiet, arithm. Mittel- Emitter Y215  Vorwartssteilheit (Trans-
bzw. Dauergrenzstrom wert mittanz) in Source-
Uce  Kollektor-Emitter- schaltung
Iem DurchlaBstrom, Iz m Strom im Durchbruchs- Spannung
Scheitelwert gebiet, Scheitelwert Yioe Ruckwartssteilheit
Ucgo Kollektor-Emitter- (Remittanz) in Emitter-
Irrm DurchlaBstrom, period. [ Dunkelstrom Spannung bei offener schaltung
Scheitel- bzw. Spitzen- . Basis
wert NEP  Aquivalente yiop  Rickwartssteilheit
Rauschleistung Ucg sat Kollektor-Emitter- (Remittanz) in Basis-
Irpms DurchlaBstrom, Restspannung schaltung
Effektivwert P Verlustleistung
Up Hoéchstzulassige Vor- B Kleinsignal-Stromver-
Irsm StoBstrom-Grenzwert, PL Ausgangsleistung warts-Gleichspannung starkung in Emitter-
Scheitelwert einer sinus- . schaltung bei kurz-
formigen Stromhalb- Ps Steuerleistung Uprm Sperrspannung, period. geschlossenem Aus-
welle bei 50 Hz-Betrieb Spitzenwert in Sperr- gang
Piot Gesamtverlustleistung richtung
la Gatestrom 9. Wellenlange
ohne Bem. J,=25°C Ups Drain-Source-Spannung
lcam Hochstzuldssiger () iy =45°C 7} Gehdusetemperatur
Spitzenstrom bzw. - - Ju=50°C Ug DurchlaBspannung
Strom des Steueran- [ 1] dy=75°C iR Sperrschichttemperatur
schlusses, Scheitelwert I g =25°C Ugaa Sperrspannung
< > g = 45°C Anodengate/Anode i Kihlblechtemperatur
lges Gesamtstrom, [ B g = 60°C
Stromaufnahme > g =90°C Ugakr Spannung iy Umgebungstemperatur
Anoden-SteueranschluB-
loT Zindstrom, Qs Sperrverzugsladung Katode n Wirkungsgrad
oberer Streuwert
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